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Semiconductors




Die vorliegende Ubersicht enthdlt in gedréngter Form die wichtigsten Grenz- und Kenn-
daten der in der DDR gefertigten Halbleiterbauelemente.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswahl der jeweils in Frage kommenden
Typen erleichtert werden. Bauelemente, die nur noch fiir Ersatzzwecke vorgesehen sind,
wurden in diese Ubersicht nicht aufgencmmen. Wir weisen darauf hin, daB wir uns
Anderungen, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Bestellungen sind an das jeweilige Herstellerwerk zu richten.

In a concise form the present survey gives the most important ratings and characteristics

of the semiconductor devices made in the GDR.

It purports to facilitate the selection of the specific types involved and does not extend

to components only meant for purposes of replacement.

We should like to point out that all the data mentioned are subject to alterations arising

from technological progress

Special inquiries and orders kindly address to the manufacturer concerned.

Briefmarken und andere postalische Belege

werden gesucht fiir die Kollektiv-Sammlung
+Weimar” von der AG Philatelie Weimar.

Angebote werden entgegengenommen von
Horst G. Steinhaus, 5300 Weimar, Graben 45

Halbleiterbauelemente-Industiie der Deutschen Demokratischen Republik

Semiconductor component industry of the German Democratic Republic




Typenverzeichnis Type list

Typ Her- Seite E 100D HFO 8 SF 127 HFO 54 U108D  FWE 16
steller E 103D HFO 8 SF 128 HFO 54 U109D  FWE 16
producer page E 110D HFO 8 SF 129 HFO 54 U11D  FWE 18
E 120D HFO 8 SF 136 HFO 54 U1i2D  FWE 16
E 126D HFO 8 SF 137 HFO 54 X U1T3F FWE 28
E 130D  HFO 8 SF 225 RWN 54 CU114D  FWE 28
E 140D HFO 8 SF 235 RWN 54 OU118F FWE 29
A109D HFO 24 E 147 C/D HFO 10 SF 240 RWN 54 U121D  FWE 18
A110D HFO 44 E 150D HFO 8 SF 245 RWN 54 U122D  FWE 18
A202D HFO 30 XE 151D  HFO 8 SF 357 RWN 54 U202D  FWE 21
X A210D  HFO 30 E 153D  HFO 8 SF 358 RWN 54 U253D  FWE 22
A 210 E HFO 30 XE 154D  HFO 8 SF 359 RWN 54 U311D  FWE 16
A210K  HFO 30 E 160D  HFO 8 SM 103 FWE 57 U352D  FWE 16
A211D HFO 30 E 172D HFO 8 SM 104 FWE 57 U 401D FWE 20
A220D HFO 36 E 174D HFO 8 SMY 50 FWE 57 U 402D FWE 20
A223D  HFO 38 E 191 C/D HFO 10 SMY 51 FWE 57 U501D  FWE 22
A 225D HFO 34 E 192 C/D HFO 10 SMY 52 FWE 57 CuUs551D FWE 23
A231D HFO 38 E 193 C/D HFO 10 SMY 60 FWE 57 XU700D  FWE 25
A240D HFO 40 E 195C/D HFO 10 sp 101 WF 48 U705D  FWE 26
A244D  HFO 34 E 204 C/D HFO 12 SP 102 WF 48 OU706D  FWE 27
A250D  HFO 40 X GD 160 RWN 58 SP 103 WF 48 U710D  FWE 26
A270D  HFO 42 XGD 170 RWN 58 SP 201 WF 48 U711D  FWE 26
A273D  HFO 32 X GD 175 RWN 58 SP 211 WF 48 OuUB8osD  FWE 28
A274D  HFO 32 X GD 180 RWN 5 sS 106 HFO 55 UsosD  FWE 18
A281D  HFO 36 X GD 240 RWN 58 SS 108 HFO 55 Us21D  FWE o1
A200D  HFQ 36 X GD 241 RWN 5 SS 109 HFO 55 ousssD  FWE 24
A295D  HFO 42 X GD 242 RWN 58 SS 200 RWN 56 oOuU8sdD  FWE 20
A301D HFO 46 X GD 243 RWN 58 SS 201 RWN 56 vQ 110 WF 50
A302D RWN 46 X GD 244 RWN 58 SS 202 RWN 56 oVvQ 120 WF 50
B109D HFO 44 X GF 145 RWN 58 SS 216 RWN 55 X VQA 12 WF 50
B110D HFO 44 GF 147 RWN 5 SS 218 RWN 55 VQA 13 WF 50
B222D HFO 44 MB 101 WF 18 SS 219 RWN 55 VQA 13-1 WF 50
B 340D HFO 46 OMB 104 WF 48 SSY 20 HFO 55 OVQA 15 WF 50
B341D  HFO 46 OMB 110 WF 48 ST 103 WF 66 OVQA 23 WF 50
D100D  HFO/RWN 8 SA 403 FWE 60 SU 161 GWS 56 OVQA 33 WF 50
D103D  HFO 8 SA 412 FWE 61 SU 165 GWS 56 VQB 37 WF 51
D110D HFO 8 SA 418 FWE 60 SY 170 RWN 64 XVQB 71 WE 51
D120D HFO 8 SAL 41 FWE 60 SY 171 RWN 64 XVQB 73 WF 51
D122 C/D HFO 12 SAL 43 FWE 60 SY 180 GWS 64 vaD 30 WF 52
D 123 C/D HFO 12 SAL 45 FWE 60 SY  180/AGWS 66 ovaD 32 WF 52
D126 D HFO 8 SAM 42 FWE 60 SY 185 GWS 65 VQD 32-2 WF 52
D130D  HFO 8 SAM 43 FWE 60 SY 200 GWS 64
D140D  HFO 8 SAM 44 FWE 60 Sy 201 GWS 64
D 146 C/D HFO 10 SAM 45 FWE 60 Sy 202 GWS 64
D 147 C/D HFO 10 SAM 62 FWE 60 SY 203 GWS 64
D150D  HFO 8 SAM 63 FWE 60 SY 204 GWS 64
XD151D  HFO 8 SAM 64 FWE 60 SY 205 GWS 64
D153D  HFO 3 SAM 65 FWE 60 SY 206 GWS 64
XD154D  HFO 8 SAY 12 WF 60 sy 207 GWS 64
D160D  HFO 8 SAY 16 WF 60 SY 208 GWS 64
D172D  HFO 8 SAY 17 WF 60 sy 210 GWS 64
D174D  HFO 8 SAY 18 WF 60 SY 320 GWS 64
D 181 C/D HFO 10 SAY 20 WF 60 SY 330 GWS 65
D 191 C/D HFO 10 SAY 30 RwWM 60 SY 335 GWS 65
D 192 C/D HFO 10 SAY 32 RWM 60 OSY 360 GWS 64
D 193 C/D HFO 10 SAY 40 RWM 60 SZ 600 GWS 63 Silizium- GWG
D 195C/D HFO 10 SAY 42 RWM 60 X SZX 18 WF 62 Eaiflddien-
D200D  HFO 12 SAY 73 WF 60 X SZX 19 WF 62 gleichrichter 67
D201D  HFO 12 SAZ 12 WF 59 SZX 21 WF 62
D204D  HFO 12 SAZ 13 WF 59 SZY 20 WF 63 Selen- GWG
D210D  HFO 12 SAZ 54 WF 59 SZY 21 WF 63 gleich-
D220D  HFO 12 SAZ 61 WF 59 . sZY 22 WF 63 richter 67 ...72
D230D  HFO 12 SAZ 71 WF 59 SzZY 23 WF 63
D240D  HFO 12 SC 236 RWN 54 U101D  FWE 16
D251D  HFO 12 SC 237 RWN 54 Ui102D  FWE 16 Sificon GWG
D254D  HFO 12 SC 238 RWN 54 U103D  FWE 16 tree-areq
D274D  HFO 12 SC 239 RWN 54 U104D  FWE 16 ot &
D410D  HFO 14 SC  239s RWN 54 U105D  FWE 16
D461D  HFO 14 SD 168 GWS 56 U106D  FWE 16 Selenium- GWG
D492D  HFO 14 SF 126 HFO 54 U107D  FWE 16 retifiers 67 i 72
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Hersteller-Verzeichnis

Producer list

HFO

GWG

GWS

RWN

FWE

RWM

WF

IMD

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Gleichrichterwerk GroBraschen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Réhrenwerk ,Anna Seghers* Neuhaus
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Funkwerk Erfurt
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Rohrenwerk Muhlhausen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Werk fiir Fernsehelektronik
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VE Institut fiir Mikroelektronik Dresden
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Nicht fur Neuentwicklungen

o X

In Entwicklung

X Not for new developments

o

Under development




Kurzzeichen

A

Auay

Auvv

Qa, Qe
aAmM
anN
asm
ar

ai

BT/TT
Buideo
Cec
CQSS
Ci

Cio

Cj

CL
Caze
CMR
Cror

fq
fi
fm

fmax

fosz

h21e
h21te

ls, les

lem

lcav

lceo

lce

Ices

wirksame Fldchen

Spannungsverstarkung
des Aufnahmeverstdrkers

Spannungsverstdrkung
des Vorverstarkers

Schaltpegel
AM-Unterdriickung
Fremdspannungsabstand
Monobalance
Trégerunterdriickung
Ubertragsdémpfung
Breite
Bildirdger/Tontrégerverhdltnis
Videobandbreite
Gehdusekapazitat
Eingangskapazitat
Eingangskapazitdt
Isolationskapazitat
Sperrschichtkapazitat
Lastkapazitat
Ausgangskapazitdt
Gleichtaktunterdriickung
Gesamtkapazitat
variable Kapazitat
Abstand, lichte Weite
Bolzendurchmesser
Beleuchtungsstdrke
Rauschfaktor

Frequenz, max. Taktfrequenz

Frequenzabweichung,
Modulationshub

Quarzfrequenz
Eingangsfrequenz
Modulationsfrequenz
Maximale Einsatzfrequenz

freilaufende Oszillator-
frequenz

obere Grenzfrequenz
Giitegrenzfrequenz
Transitfrequenz
Zwischenfrequenz
Leistungsverstérkung

HF-Leistungsverstarkung
in Basisschaltung

maximale Anhebung
maximale Absenkung
Hohe
Gleichstromverstarkung

KurzschluBstromverstarkung
in Emitterschaltung

Basisstrom
Stromaufnahme
Basisstromspitzenwert
Kollektorstrom
Kollektorstrommittelwert

Kollektorstrom bei
offenem Emitter

Kollektorstrom

Kollektor-Emitter-Reststrom

lcev

len
lcL

lcH

Ir(av)
Ir(rms)
lem

lFRM

Irsm
le
len

leT

It (av)
IT(rRMs)

ITRM

kav
kvv

Ls

mBs

ns
No
Non
No.

Kollektorreststrom bei in
Sperrichtung vorgespannter
Emitterdiode

High-Kollektorstrom
Low-Kollektorstrom
Kollektorstromspitzenwert
Drainstrom

Blockierstrom
Drainspitzenstrom
Strahlstarke

FluBstrom, FluBgleichstrom
Dauergrenzstrom
Effektiver DurchlaBstrom
ScheiteldurchlaBstrom

Periodischer SpitzendurchlaB-
strom

Nichtperiodischer Spitzenstrom
DurchlaBgleichstrom
Nenngleichstrom
Zindstrom

Haltestrom

Eingangsstrom
Eingangsbasisstrom
Eingangsoffsetstrom
Laststrom

Lichtstérke

Sperrstrom

Sperrstrom (Momentanwert)
Betriebsstrom
Stromaufnahme des
unbelasteten Schaltkreises
DurchlaBstrom
Dauergrenzstrom
Effektiver DurchlaBstrom
Periodischer Spitzenstrom
Lichtstarke

Z-Strom

Stabilitat des Z-Stromes
Ausgangsstrom

Richtstrom
High-Ausgangsstrom
Low-Ausgangsstrom
Scheitelwert des
Ausgangsstromes
periodischer Spizensperrstrom
innere Verbindung
Kihlflache

Klirrfaktor

Klirrfaktor Aufnahmeverstarker
Klirrfaktor Vorverstdrker
Ldnge

Leuchtdichte
Serieninduktivitat
Modulationsindex
nichtlineare Verzerrungen im
Blaukanal

Plattenzahl

Bolzenzahl
Ausgangslastfaktor
High-Ausgangslastfaktor
Low-Ausgangslastfaktor

Prsm

Peot

Ros

Rinr
Rizr
RL
Rs

thiu
Rthu

SeH
S/N
SVR

tace
tcp
tco

toH
toHL
toLm
tow
towr
tr

tge
thotd
tiHL

tk

trc
tREF
tll
tpwec
ts
ﬁsetuD
twc
tlU

tzuche

tzue
tzur

too

TK
TKir

TKiL

HF-Eingangsieistung
Nichtperiodische Sperrverlust
leistung

Totale Verlustleistung
Eigenleistungsaufnahme
Ausgangsleistung
RastermalB
Basis-Emitter-Widerstand
Drain-Source-Widerstand
Genreratorwiderstand
Eingangswiderstand
Isolationswiderstand
HF-Eingangswiderstana
ZF-Eingangswiderstand
Lastwiderstand
Serienwiderstand in der
Versorgungsleitung
Gesamtwdrmewiderstand
Innerer Warmewiderstand
Ausgangswiderstand
DurchlaBwiderstand
Sperrwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Empfindlichkeit (Photostro:.
Signal-Rauschverhdltnis
Betriebsspannungs-
unterdriickung ﬁ
Zugriffszeit 1
Zugriffszeit der Eingdnge
Periodendauer

Zugriffszeit

(Zuschaltung der Ausgénge)
Datenhaltezeit
Einschaltverzégerungszeit
Ausschaltverzégerungszeit
Datenbereitstellzeit
Schreiberholzeit

Abfallzeit

Zindzeit

Haltezeit

Anstiegszeit des
Fernsteuerimpulses

Dauer des Ausgangs-
kurzschluBstromes
Ausschaltzeit

Einschaltzeit

Anschwingzeit
Taktimpulsbreite
Freiwerdezeit -
Anstiegszeit

Zyklusdauer Lesen
Auftrischperiode
Sperrerholungszeit
Zyklusdauer Lesen/Schreiben
Speicherzeit

Voreinstellzeit
Schreibzyklus

Zugriffszeit

Zugriffszeit des chip-enab .
Eingangs

Zeichengriffszeit
Reihenzugriffszeit
Zugriffszeit

(Abschaltung der Ausgdng-
Temperaturkoeffizient
Temperaturkoeffizient

des DurchlaBstromes

Temperaturkoeffizient
der Lichtstérke




Kurzzeichen

TKuz
TKuon

Uos
Uoz

Uo9

Uy, U
Uan
UBAS
Uss
Use
U(sRr)
Ucs
Ucso

Ucc
Uccs
Uce
Uceo

Ucer

Uceam

Ucksa:

Ucev

Ucio

Ups
Uob
Uobr
Ube

Temperaturkoeffizient

der Z-Spannung
Temperaturkoeffizient

der H-Ausgangsspannung

Gleichlaufabweichung

Ausgangsspannung des
Aufnahmeverstdrkers

Betriebsspannungen
NennanschluBspannung
BAS-Eingangsspannung
Subtratspannung
Basis-Emitter-Spannung
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-Spannung

Kollektorsperrspannung
bei offenem Emitter

Kollektorspannung
Schlafspannung
Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei offener Basis

Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand

Kollekior-Emitter-Spitzen-
sperrspannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand

Kollektor-Emitter-Sattigungs-
spannung

Kollektor-Emitter-Sperrspan-
nung bei in Sperrichtung vor-
gespannter Emitterdiode

Kollektor-Substrat-
Sperrspannung

Taktspannung
Drain-Bulk-Spannung
Drainspannung
Ton-ZF-Ausgangsspannung
Drain-Gate-Spannung

UbrmM

Ubs

Ubsm

Ubwm
Ue
Ueso
Ur
Ursw
AUrsw

Ucs
Uce
Ugs
Uer
Unr
Ui

Ui
Uip
Uie”

Uinr
Uimax
Uimin
Uio
Uio
Uip

UiReg
UireHr

Uirezr
Uir

Uiu
Unr
AUnr

Up

Periodische Spitzen-
blockierspannung

Drain-Source-Spannung

Nichtperiodische Spitzen-
blockierspannung

Scheitelblockierspannung
Emitterspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
DurchlaBgleichspannung
Schwarzwertpegel

relative Schwarzwertpegel-
abweichung

Gate-Bulk-Spannung
Gatespannung
Gate-Source-Spannung
Zindspannung
HF-Spannung
Eingangsspannung, Gleich-
tokteingcngssponnung
Eingangsspannung
Differenzeingangsspannung
Eingangsspannung
(Effektivwert)
HF-Eingangsspannung
Maximale Eingangsspannung
Minimale Eingangsspannung
obere Schwellspannung
Eingangsoffsetspannung
Pilotsignal-Eingangs-
Spannung
Regeleinsatzspannung
HF-Regeleinsatzspannung
ZF-Regeleinsatzspannung
Eingangsspannung fiir
Begrenzungseinsatz

untere Schwellspannung
NF-Ausgangsspannung
NF-Abregelung

Pilotspannung

Ur

Urm
Ugp
UrrM

Ursm

4V,
AV ze

Ws

Zowr
Zozr
Pa
e

?j
Dsg
49

s

a1

Sperrspannung,
Sperrgleichspannung
Scheitelsperrspannung
Impulssperrspannung
Periodische Spitzen-
sperrspannung

Nichtperiodische
Spitzensperrspannung
Scheitelsperrspannung
Betriebssperrspannung
Source-Bulk-Spannung
Sourcespannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitdt der Z-Spannung
Ausgangsspannung
High-Ausgangsspannung
Low-Ausgangsspannung
Ubersteuerung
Mischverstdrkung
Spannungsverstarkung

geschlossene Spannungs-
verstdrkung

Verstarkungsregelbereich

Regelumfang der
ZF-Verstarkung

Impulsenergie

Steilheit
HF-Ausgangsimpedanz
ZF-Ausgangsimpedanz
Umgebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur
Temperaturdifferenz
Emissionswellenldnge

Wellenlénge maximaler
Emission

Spektrale Halbwertsbreite




Symhols used

A
Auav

/\UVV

Oa, Qe
aAM
an
asM
ar

aj

b
BT/TT

Buideo
Cec
Coss
Ci
Cio

Af

f1
fi

fmax

fOSZ

h21e
h21e

lg, les

lem

lcav

lceo
lcc

effective area

voltage gain of the recording
amplifier

voltage gain of

the preamplifier

switching threshold
rejection of AM
extraneous-voltage interval
monobalance

carrier suppression
transmission loss

width

picture carrier to
sound carrier ratio

video bandwidth
casing capacitance
input capacitance
input capacitance
insulation capacitance
junction capacitance
load capacitance
output capacitance
common mode rejection
total capacitance
variable capacitance
internal dia

stud diameter

light intensity

noise figure

frequency, max
clock frequenz

clock frequency

frequency distortion,
sweep . width

crystal frequency
input frequency
modulation frequency

maximum operating
frequency

open-circuit oszillator
frequency

upper cut-off frequency
cut-off frequency of merit
transition frequency
intermediate frequency
power gain
common-base power gain
maximum rise

maximum drop

hight

DC current gain
small-signal current gain
base current

current capacity

base peak current
collector current

average value of
collector current
ccllector cut-off current
collector current

lces

lcev

lcH
lew
lem
Ip
Io
lormM

lr(av)

lr(rRMs)
lem
lerRm

lFsm

le
lon
let

Is

Iso

Ir
It(av)

IT(rRMs)
ITRM

ns
No
Non
NoL

collector-emitter

cut-off current with

base shorted to emitter
collector cut-off current
at the emitter diode biased
in the reserve direction
high collector current
low collector current
collector peak current
drain current

blocking current

drain peak current
radiant intensity
forward current

forward direct current
maximum continuous
forward current
effective forward current
peak forward current
peak repetitive forward
current

non-repetitive peak
surge current

direct current

nominal direct current
gate trigger current
holding current

input current

input bias current

input offset current

load current

luminous density

reverse current
instaneous reverse current
supply current

proper supply current
forward current
maximum continuous
forward current

effective forward current
peak repetitive forward
current

candle — power
Z-current

stability of Z-current
output current

rectified current

high output current

low output current

peak output current
peak repetitive reverse current
internal connexion
cooling surface
harmonic distortion factor of
the recording amplifier
harmonic distortion factor of
the preamplifier
distortion factor

length

luminous density

series inductance
modulation ratio
nonlinear distortion of the
blue channel

number of plates
number of studs

fan-out

high fan-out

low fan-out

Prsm

P!Ol
Pv
Po

Ree
Ros
Rq
Ri

Rinr
Rize
Re
RS
R(hia
Rthjc
Ro

T

toh
fon
tosz
tp

tq

te

trc
tREF
t!l’
trwc
ts
tsetup
twc
tzs
tzuche
tzue
tlUl’

too
K

HF input power
non-repetitive reverse peak
surge power dissipation
total power dissipation

proper power dissipation
output power

raster measure
base-emitter-resistance
drain-source-resistance
generator resistance
input resistance
insulation resistance

r. f. input resistance

i. f. input resistance

load resistance

supply resistance

total thermal resistance
internal thermal resistance
output resistance
forward resistance
reverse resistance
Z-resistance

sensitivity

sensitivity (photocurrent)
signal-noise ratio
operating voltage rejection
access time

character access time
clock period

output turn-off access time
data in hold time
turn-on delay time
turn-oft delay time

data in set-up time
write recovery time

fall time

gate trigger time
holding time

rise time of remote
control pulse

output short-circuit
current time

turn-off time

turn-on time

starting time

pulse width

recovery time

rise time

read period

refresh time

reverse recovery time
read/write period
storage time

set-up time

write cycle time

access time
chip-enable access time
character access time
row access time

output turn-off access time
temperature coefficient




Symblos used

TKir
TKi
TKuz

TKuou

Ucerm

UCEsut

Ucev

Ucio

Uep
Ubs

Uobo

temperature coefficient of
forward current

température coefficient of
luminous density

temperature coefficient
of Z-voltage

temperature coefficient
of High output voltage

synchronization drift

output voltage of the
recording amplifier

operating voltages

nominal connecting
voltage (effective value)

video input voltage
bulk voltage
base-emitter-voltage
breakdown voltage
collector-base-voltage

maximum collector-base-
voltage

collector supply voltage
standby mode voltage
collector-emitter-voltage
maximum collector-emitter
voltage with open base
maximum collector-emitter-
voltage at defined base-
emitter-resistance

maximum collector-emitter-
peak voltage at defined
base-emitter-resistance

collector-emitter
saturation voltage

maximum collector-emitter-
voltage with reverse biased
emitter diode

maximum collector-substrate
voltage

clock pulse voltage
drain-bulk-voltage

drain voltage

Upe
Ubc
UprM

Ubs
Ubsm

Uowm

Ue
Ueso

Ursw

Ursw

Ucs

Uca
Uas

Uer

Unr

Ui

Ui
Uio
Uien
Uinr
Uimax
U|m“’|
Uio
Uio
Uip
Uireg

UireHr

Uirezr

Uit

Uiu
Unr

sound-IF output voltage
drain-gate-voltage

repetitive peak reverse
voltage

drain-source-voltage
non-repetitive peak
surge blocking voltage
maximum operating peak
blocking voltage

emitter voltage

maximum emitter-base
voltage

forward voltage
black-level

relative
black-level drift

gate-bulk-voltage

Gate voltage
gate-source-voltage

gate trigger voltage

HF voltage

common mode input voltage,
input voltage

input voltage

differential input voltage
input voltage (effective value)
r. f. input voltage

maximum input voltage
minimum input voltage
upper threshold voltage
input offset voltage

pilot input voltage

input voltage for onset
of regulating

r. f. voltage for onset of
regulating

i. f. voltage for onset of
regulating

input voltage for onset
of limitation

lower threshold voltage
a. f. output voltage

Ursm

Urwm

4Uz
Uo
Uou
UoL

Vm
Vy

AV,
AVzr
Wsp
Y21
Zowr
ZozrF
Ha
e

g
Dseg
49

2
a1

controlled a. f. output
voltage decrease

pilot voltage

reverse voltage,
reverse direct voltage

peak reverse voltage
pulse reverse voltage
repetitive peak
reverse voltage
non-repetitive peak
surge reverse voltage

maximum operating peak
reverse voltage

supply voltage
source-bulk-voltage
source voltage

threshold voltage

Z voltage

Z voltage stability

output voltage

high output voltage

low output voltage
overriding voltage

mixing gain

voltage amplification
closed voltage gain
voltage gain control range
IF voltage gain control range
pulse energy

mutual conductance .

r. f. output impedance

i. f. output impedance
ambient temperature
casing temperature
junction temperature
storage temperature
temperature differential
emission wave length
peak emission wave length

spectral half-band width




Integrierie Schaltkreise

Integrated circuits

TTL-Schaltkreise (Normalreihe)
TTL circuits {standard series)

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us = 0... +7V Us = 4,75 ... 525V UoL < 04V
Ui = —-08... 455V Ja = 0...-470°C (Reihe D 10) Uow > 24V
NoL = 109) (D 10 series) ton = 10ns bei Us = 5V
Now = 10%) (D100 ... D174) da =-25 ... +85°C (Reihe E 10) torw = 15ns at #a = 25°C
Nonw = 20%) (E100 ... E174) (E 10 series)
- logische Funktion

Typ Art description logical function
D 100 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
E 100 D mit je 2 Eingdngen positive NAND gates
D 103 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
E 103 D mit je 2 Eingdngen positive NAND gates

Kollektor offen with open collector output
D 110D 3 NAND-Gatter triple 3-input Y = ABC
E 110D mit je 3 Eingdngen positive NAND gates
D 120D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
E 120D mit je 4 Eingdngen positive NAND gates
D126 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
E 126 D mit je 2 Eingéngen positive NAND gates

Kollektor offen 1) with open collector output 1)
D 130 D 1 NAND-Gatter 8-input Y = ABCDEFGH
E 130 D mit 8 Eingéingen positive NAND gates
D 140D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
E 140D mit je 4 Eingdngen positive NAND buffers

No = 30 No = 30
D150 D 2 AND-NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y1 = (AB)4(CD)4X
E 150 D mit je 2x2 Eingdngen AND/NOR gates —

1 Gatter erweiterbar 1 gate expandable Y2 = (AB)+(CD)
D151 D 2 AND/NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y = (AB)4(CD)
E 151 D mit je 22 Eingdngen AND/NOR gates
D 153D 1 AND/NOR-Gatter expandcable 4-wide 2-input Y = (AB)+(CD)-(EF)+(GH)+X .
E 153D mit 42 Eingdngen AND/NOR gates

Gatter erweiterbar
D 154D 1 AND-NOR-Gatter 4-wide 2-input Y = (AB)+(CD)4-(EF)4(GH)
E 154 D  mit 4X2 Eingdngen AND/NOR gates
D 160 D 2 Expander dual 4-input expanders 2) X = ABCD
E 160D mit je 4 Eingdngen?)
D 172D  J-K-Master-Slave J-K-master-slave
E 172D Flipflop mit je flip-flop with

3 J- und 3 K-Eingéingen 3-J-and 3-K-inputs
D 174 D 2 positiv flanken- dual D-type positive Q(ta+1) = Dltn)
E 174D getriggerte D-Flipflop edge-triggered

flip-flops

") Uon < 15V

?) zur Erweiterung des D 150 bzw. D 153
3) No = 1 entspricht lo. = 1,6 mA
bzw. —lon = 40 uA

N Uon < 15V
2) for expansion of D 150 or D 153
3) No = 1 corresponds with loL = 1,6 mA

and —lon = 40 pA
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Integrated circuits
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inteqgrierte Schaltkreise Integrated circuits

TTL - Schaltkreise (MSI-Typen)
TTL circuits (MSI types)

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings operating conditions electrical characteristics
Us = 0...+7V Us = 4,75 ... 525V UoL < 04V
U = —08...+55V Pa = 0... +70°C (Reihe D 10) Uow > 24V
No = 109) (D 10 series)
Pa = —25 ... +85°C (Reihe E 10)

(E 10 series)

L fmax tp toHL toLH

Typ Art description MHz 5% i ns
D146 C BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment <100 <100
D 14¢ D Dekoder/-Treiber )%) decoder/driver 1))
D 147C/D  BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment <100 <100
E 147 C/D  Dekoder/-Treiber 1)%) decoder/driver 1)4)
D181 C 16-bit-Speicher (RAM) 3) 16-bit memory (RAM) 3)
D181 D
D 191 C/D 8-bit-Schieberegister 2) 8-bit shift register ?) >10 >25
E 191 C/D
D 192 C/D Synchroner 4-bit-BCD- synchronous 4-bit BCD-decade >>2b > 20
E 192 C/D Vor-/Rickwérts- up/down counter

Dezimalzahler
D 193 C/D Synchroner 4-bit- synchronous 4-bit binary >25 > 20
E 193 C/D Vor-/Ruckwarts- up/down counter

Bindrzdhler
D 195 C/D  4-bit-rechts-links 2) A-bit right-shift left-shift ?) > 20 >15
E 195 C/D  Schieberegister register

1) Nov (a...g) =12, Nou (B, RBO) =5 *4) Uow =15V
2) NoL = 10, Non = 20 5) Uon = 30V
3) Uon > 55V, towr < 60ns 6 No = 1 entspricht lot = 1,6 mA bzw. —lon = 40 uA
No = 1 corresponds with lo. = 1,6 mA and —lon = 40 uA
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integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise

integrated circuits

Leseverstarker
Read-out amplifier

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us+ = —Us—=0...+47V Ust = —Us= =475...525V Uon > 24V

Uip, Urer = =5... +5V Uret = 15...40mV U < 04V

U = —08... 455V ?a = 0...470°C Ur = Urer +4mV
D 122 C: Ut = Urer += 4 mV
D123 C: Ut = Uresr = 7mV

e logische Funktion

Typ Art description logical function

D 122 C/D Kanal.L - | read lifi Y = G (A+Sa) (B+Ss)

D 123 C/D 2-Kanal-Leseverstdrker 2-channel read-out amplifier = (A+Sa) (B+4Ss)

TTL-Schaltkreise (schnelle Reihe)
TTL circuits (high speed series)

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us = 0... +7V Us = 475 iu. 525V UoL < 04V
Ui = —08... 455V da = 0...470°C (Reihe D 20) Uon > 24V
No = 101" (D 20 series) tovL = 7ns bei Us =5V
Ja = —25 ... }85°C(Reihe E 20) tooH = 7ns at @#a = 25°C
(E 20 series)
_ logische Funktion
Typ Art description

logical function

D 200D 4 NAND-Gatter
mit je 2 Eingéngen

D 201 D 4 NAND-Gatter

mit je 2 Eingéngen
Kollektor offen

D 204D 6 Inverter
E 204 D

D 210D 3 NAND-Gatter
mit je 3 Eingdngen

D 220D 2 NAND-Gatter
mit je 4 Eingéngen

D230 D 1 NAND-Gatter
mit 8 Eingdngen

D 240D 2 NAND-Gatter
mit je 4 Eingdngen
No = 30

D 251 D 2 AND/NOR-Gatter
mit je 2X2 Eingéngen

D254 D 1 AND/NOR-Gatter
mit 3X2 und 1X3
Eingdngen

D 274D 2 positiv flankengetriggerte
D-Flipflop

quadruple 2-input
positive NAND gates

quadruple 2-input
positive NAND gates
with open collector output

six inverters

triple 3-input
positive NAND gates

dual 4-input
positive NAND gates

8-input
positive NAND gates

dual 4-input
positive NAND buffers
No = 30

dual 2-wide 2-input
positive AND/NOR gates

3-wide 2-input and
1-wide 3-input
positive AND/NOR gates

dual D-type positive
edge-triggered flip-flops

Y = AB
Y = AB
Y=7A
Y = ABC
Y = ABCD

Y = ABCDEFGH

Y = ABCD

Y = (AB)-+(CD)

Y = (AB)-(CD)+(EFG)+(H))

Qft n+\) = D)

 No = 1 entspricht loL = 2mA
bzw. —lon = 50 pA

) No = 1 corresponds with
loo == 2mA and —lou = 50 A
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integrierte Schaltkreise

Integrated circuils
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intearierte Schaltkreise

Intearated circuils

Treiberschaltkreise
Driver circuits

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Intormationsdaten
electrical . characteristics

D 410D
Us < 35V Us = 14 ... 32V Uow > 12V bei lon = —3mA
at U =5V
Ui = ~5,.. 44V No < 10 Uor < 14V lo = 1,6 mA
dauernd, contincusly U = 75V
Uo = -300... +300V Pa = —25... 485°C Iz < —2mA Uin = 7.5V
UL=Uz= 5V
torn < 12ms Us = 24V
C7 == 33nk
tone < 4ms Uin = 75N
D 461 D
Us1 = -05...7V Uss = 475...525V Uon®) > Usz2 =23V bei lon = —10mA
v at UL = 08V
= 0 —05...25V Usz = 4,75 ... 24V Uold) < 0,3V loo = 10mA
Us2 = 15 ... 24V
Ui < 55V #a = 0...+70°C Uold) < 05V lo = 40mA
Un = 2V
Pvze < 800 mW tont < 18ns Us1 = 5V
tooh < 20ns Us2 = 20V
da = 25°C
D 492 D ?)
Us = 0...10V Us = 45...10V Ucee < 1,2V bei Us = 10V
Ui = -5V ... Us da = 0... +70°C lcH < 200 uA at #a = 25°C
lc < 250 mA Is < 1TmA Use =5V
Pior < 400 mW h < 3,3mA le = 20mA
o logische Funktion
Typ Art cescription logical function
D 410 D 3 AND-Gatter mit Triple AND-gates with 2, 3 and Y1 = A1 B1 C1 D1
2,3 und 4 Eingdngen, 4 inputs, one inverting input Y2 = A2 B2 D2
wobei je einer Y3 — A3 D3
invertierend wirkt
D 461 D 2 NAND-Gatter 2 NAND-gates Yi = A - E
je Gatter 1 separater 1 separate input and output
Ein-/Ausgang; per gate; 1 common input
1 gemeinsamer Eingang
D 492 D 6 Digittreiber six digit drivers Y =A
1) bei |CL = lcLmax 1) at let = lcLmax

2) Emitter mit Masse verbunden
3) Spannung bezogen aut Masse

2) emitter connected to 0V
%) voltage referred to earth

14
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Intearated circuits
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integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

MOS-Schaltkreise
MOS circuits

Grenzdaten  bei 9
a

Betriebsbedingungen

Informationsdaten

=20...70°C - ik : e
max. ratings at operating conditions electrical characteristics
Uy = —=31... 403V -U; = 25...28V —UoL = 10V
U, = —=31... 403V ~U - = 11,5, 135V —Uon < 1V
Ui = —25... 403V Pa = 0...+70°C UL = 9V

—-Un < 2V
L logische Funktion
Typ Art description logical function
U101 D 2 Volladdierer dual 3-input single-bit s = e(ezesteses) + e(erestezes)
mit je 3 Eingdingen negative full adders i = ejertesestese
1J102D 2 NOR-Gatter dual 3-input negative NOR gates a = e1-+e2—|:5'3
mit je 3 Eingdngen )
U 103D RST-Flipflop R-S-T-flip-flop
U104 D 2 Aquivalenz- dual equivalent-anti-valent gates a = eextee;
Antivalenzgatter
U 105D 6 MOS-Feldeffekttransistoren six common-source common-bulk
mit gemeinsamen Source- field-effect transistors 1)
und Bulk-Anschliissen 1)
U106 D 4 NOR-Gatter quadruple 2-input negative a = ete;
mit je 2 Eingéngen NOR gates
U107 D 3 AND-Gatter und triple 2-input negative AND and a = ejey 0 = m
1 AND/NAND-Gatter single 2-input negative
mit je 2 Eingédngen AND/NAND gates
U108 D 2 J-K-Master-Slave- dual 2-J-input 2-K-input
Flipflop mit je 2 J- und J-K master-slave flip-flop
2 K-Eingéngen
U109 D  9-bit-Paritatsdetektor 9-bit even/odd parity detecxor
U 112D Siebenstufiger seven-stage binary frequency divider
bindrer Frequenzteiler
U 311 D  5-bit-Schieberegister mit 5-bit parallel-input parallel-output
direkter Parallelein- und shift register
-ausgabe
U 352 D Dynamischer 64-bit- 64-bit serial dynamic memory

Serienspeicher

) siehe auch MOS-Feldeffekttransistoren

)

16

see MQS field-effect transistors again



Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

— Z RS
] ] 2 1 ) 1 &) It
12{f1 10, e13 ¢ S e — ol e21]t 10l el 100 06
I 1o 09 (2 oflcp 60 S 5 E
12 g‘,,.«\ n ] e22(]2 9{]el2 90 o7
! 100 U 3 8[lB 9
si1(3 818 s ; 3’5 P 2EC Usifa 818
i [ia 7 Cn 5
az(]a 7} e2t " . % 7r)'v 100 R 05 a2[j4 70 at 1o 5
L 20 a all5 6[]s 2 R A 1 20 - 04
e23[]5 6. e22 B =09 o e a2[]5 6/l af
U102 D U 103 D U 104 D
] e [ ' 1 b TRy T
Ugt T 147 ell 140 sm|s 010 S e 14 Dg i e { S 09 et i 141V 1o qp
e212 137 e12 130 i1 13°D5 o% ‘ . a5 010 a27]2 130 2L < A 013
- 4 . 50 e s 3] 1 A y L S 3
e22113 12 e13 e c2 127Dy 40 [ s *:'f. o e3(]3 12[}a 4o =g
e237]a nos n"'B 5o ’ - -y "'j ealls nos 50 5
= TR S ey ot
Usz (5 10, s! 20 | 06 10Dy 20 . ' 3 i es(s 107 9 6o 6 |
& ; 7 7
S ol 3o ' - 9° D> 10 ° . e6lls ol Usy ez al [AQ —or2
e - 4 7 : | e
w2l 8.V 2% i “il 5 Gron | anD; erllr 8[1eB 100 o
1
U101 D U105 D U 109 D
3 % 1 s e
e??LF 16, Usy 80 V7 a3l 16,1Us, s ) 5 ; 8o-- fc1 _1
sfld L she ' SRR o, ferats usafi’ sf1en e Rjr -3
521] 5t 0312 1 a 2l as2 5[] es To- ')
23 197 a3 30 e32013 147] elt 10 . 90- DO
si [j4 13 e32 S14 13,) e12 3t 13 es 100 - (D1
= o al i |
PRy . ea25 12.'8 Mo— - 4D2 3 --—04
B[? 1 ;‘B“ :3,0 ot 1 Wi 20 & o a2(s 1218 ahhiing ! 1
eizli Ikl g Mv‘l[’ it e alll6 162 2 s o3
atll]7 10/] a4 aally 10'] e 21 @ o~ DB |
s ko 010 i LR & o cp2l7 1011 er 150 |DIBISBIL S - 0 2
a1[l8 9] ea2 90 adl|8 9! a2 50 ol 1[]8 9l es { i
| I j L p LL } wor v | |
e ] J
J 106 D U 107 D U311 D
s L I 7 ey
o5 Cur ey s L«L T L 0 21 220 22 S Uit
51 [2 Zaal = L 1 10 o +J - 015
as1 [ 'B'fM 3 L «{ cp2 2 210 k21 e i
as2 03 i252 342 L te T = -0 8 203 20[] k22 S s
- 3
Ugy []4 nw. B ; e s2 04 19[] a2 12 0 Sl
4l s 60 {> T —_ 05 13 o W a4
a3 s 107 at [ y Usi s 187 a2 s,
e3 o 9 et Mo 71 | ,LI T 1 012 B 6 [l 8 I S
" | Eal s
e2 77 8, a2 P b =i s107 16[2 Us2 40 1S & T
= = 1 { > o tfaT 03 4 |
i |8 15[] a1 1 1) ~0 18
! ,j LJ = 220 ST
9 d
| on g 28 <C |
I o 13[] k12 210 K
| o5 12 O 1217 kit 20 o K | 019
L o o
30 R |
UOST Y
U112D U 108 D
.D L 70 rcinG N
at 100V
} 50 -C264BITH 04
el]2 9f cp3 i i
t 90 -C3
cpal]3 8B
P 1 30 Ca I
alj4 7licp 20 LD\ ol
cp2l]5 6]l el 60 JAT J
U 352 D
P s Lol 3 Pin - Anzahl
[. number
SI of pins
¢ SRS {7 Y n |1 lgmux b Typ
maz0.5! |
= i maa04 10 10 14,5 75 U 102 D; U 103D, WM104:D; U352 D
23 L) 14 15,0 19,5 7.5 U 101:D; U 105D; U109 D; Ui112D
Lo 16 17,5 19,5 7,5 U106 D, U107:D; U311 D
22 25,0 29,5 125 U 108D

17



Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

MOS-Schaltkreise
MOS circuits

Grenzdaten  bei
max. ratings at

Betriebsbedingungen

19? =0...70°C operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

U, = —-31... 403V - =25 ...28 V —UoL = 10V
U, = -—31... 403V U, = 11,5 s 135V —Uon <1V
Ui = —-25... 403V #a =0 ... +470C UL =9V

—-Un <2V
Typ Art description

U 111 D Siebenstufiger maskenpro-
grammierter Frequenzteiler.
Teilverhdltnis jeder Teiler-
stute nach Kundenangaben
von 2 ... 16 programmiert

U 121 D  Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/
RickwértszGhler
mit Zwischenspeicher und
7-Ségment-Decoder

and 7-segment decoder

seven-stage mask-programmed
frequency divider. The division ratio of
every divider stage will be programmed
from 2 to 16 by user specifications

synchronous 4-bit BCD-decade
up/down counter with buffer store

U 122 D  Synchroner 4-bit-Vor-/Riick- synchronous 4-bit-binary up/down
wdrts-Bindrzahler mit counter with buffer store and binary
Zwischenspeicher und bindrer and invert-binary output
sowie negierter bindrer
Ausgabe

Mikroprozessor

Microprocessor

U 808 D Vollsténdige Verarbeitungseinheit (ZVE) in p-Kanal-
MQOS-SG-Technologie fiir den Einsatz in Mikrorech-
nern.

— 8 bit-Parallel-ZVE auf einem Chip

— 48 Basisbefehle

— maximale Taktfrequenz 500 kHz

— Befehlsausfihrungszeit typ 20 us

— Eingdnge und Takt TTL-kompatibel

— Ausgdnge low-power-TTL-kompatibel
— direkt adressierbare Speicherkapazitat

von 16 K-Worte -

— beliebige Erweiterung der Speicherkapazitét
durch programmunterstiitzten Speicher-Bank-

Betrieb —
— 8-stufiger 14 bit Adressen-Stapel-Speicher mit -

7 nutzbaren Speicherebenen
— 7 frei verfigbare Datenregister
— Interrupt — Méglichkeit

Complete central processor unit (CPU) fabricated in p-chan-
nel-MOS-silicon-gate-technology for application in microcom-
puters.

8-bit-parallel-CPU on a single chip
48 basic instructions
maximum clock frequency 500 kHz

typical instructions cycle time 20 us

inputs and-clocks TTL-compatible

outputs low-power TTL-compatible

direct adressable memory of 16 K words

indefinitite expansion of memory capacity through pro-
gramm supported memory-bank-operating

8 grading 14-bit adress stack with seven memory levels
7 free available data registers

interrupt capability

i Pin - Anzahl
7 number
of pins
i \I n I l2max b Typ
oei04 18 20 24,5 75 UB808D
®inom
24 27,5 32,0 150 U111 D
28 32,5 37,0 150 U121D, U122D

18



integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

1o 4 4
v P L
u;E; zag/i Lg cT s|ct Lg CT L_S_CT Ls cT T—s cT Lg CT
iv(d3 220V re— D e D te—D 4P——<D la D le D
aifl« 21 0V l _l r_411 L f l F_— il rl
ivgs 2oga7 R [.—R FR J-—R [—n fn R
az[l6 79 a6 90—
a3(l7 7801V 10 o- : b Rad
ive 77[a5 120
cpiy9 760iV. [ o o l\ o )
e augi 4 6 7 13 17 19 20
pres(] 77 7400
res(]72 73[]a%
U111 D
wifl e I s e RERT
cd (]2 27{1ps ety Bleea 5 5 pIR2 17)RD 70 JD‘ D07
. — C—o 9 2| 2
au(]3 26[1p7 . " I e = ! — o603 76pCT 6 0-741031 D3l—o06
aof« 250p2 sy, i A o S o5[e 15002 5 o— o, D05
Uy 05 24 [1p3 R o P 2 o+ls 7 Psr 40—, oo 4
ivié 23 [p# sl - R .- o306 73050 3 0——ps Ds——0 3
07E7 22(1r 27»—;;_ 4—o 1 27 o—-;; 44— o 0207 72157 2 o-—TE D_,——-—oz
azfls 27 [Ist 28 0—dat | Y si-ocilar] i - o108 71()52 B o—Tl 5 fSof—013
a3[]g 20()b 2 v, [satidi (4l 6 2 Volastutig |1l o e ools 70]”(&' L o—RQ a1 [0 12
a4f]70 79 18 f ;undhlnn' ol i i ;‘:2';:" n 1 16 0——C |00 0; [S2t——o0 11
as{jn 78 [1:V. i o I j s Jestice »;:r 15 iC; |operten |S, | ——0 14
aél] 72 77 ]U7 e J—a:l ::‘:-?-:M A 53
a7(]73 76 a0
a8(]74 75]ag
U121 D, U122D U 808 D
D7..00
bidirectionaler Datenbus
J | bidirectional data bus
Datenbus -
Puffer (8) f=
data bus buffer
interner Datenbus /80//)@ /nternal data bus (8bit)
|
T i iy i i i g
temporares temporares Bedingungs - | [ sefents - Stack ~Mults - Akkurmulator
Register (8) Reqister (8) Flip flop reqister plexer accumulator
temporary temporary flag flip-flop [N instruction
| reqisier (8) register (8) register SheEc voilpiever| A
l =t "/T @ Prograrmm -
L : zg%er Register 8
—L N Arithmetische |t ] efehisdecoder \
| Logik ~Einhert Maschinen = ke i I €
9, u.rmas counter
| arithmet;c and Zyklus - Codrerung| | 5
logical unit s - - ey Mveal §§
> g 4 instruction decoder| stack level O i o
(ALU) (8) ; NN
and mactire : S <
cycle control L 2 3% 9 I s
b o LSS o
<2 U g
L " R I H
o 188
| 1 U 4 [F% 1 &
— x
. | g E 1 5 Daten- VO0RI9Z
il = register
i & data register
- Zeitsteuerung und
ZVE- Steuerung " 7
U 808 D time control and CPU-control T
Blockschaltung S0 87 _S2 T _SY RD (1l Adressenstack

block diagram

IR

!

y oI

Codierung: ZVE Zyklus inter- Synt. Ready Takf

coding:

CPU cycle

rupt

clock

address stack

19



P ———

integrierie Schaltireise

Integrated circuils

Mikreprozessor
Microprocessor

U 880 D  8-Bit-Mikroprozessor in n-Kanal-Silicon-Gate-
Technologie. Der Befehlssatz umfaBt 158 Befehle. Es
gibt 3 schnelle Interrupt-Behandlungsarten und
einen zusatzlichen nicht masken-programmierbaren
Interrupt. Ohne zusdtzlichen Bauelementeaufwand
ist der direkte AnschluB von statischen und dynami-
schen Standardspeicherchips méglich.

Die typische Befehlsausfiihrungszeit betrégt 1,6 us.

Die Eingédnge sind voll TTL-kompatibel, die Ausgénge

kénnen eine Standard-TTL-Last treiben.

8-bit-Microprocessor in n-channel-silicon-gate-technology,
command set: 158 commands. Enable 3 fast interrupt- case:
and one no-mask-programmable interrupt. The direct
connection of static or dynamic memory-chips is avaliable.
The typical cyclus time is 1,6 us.

All inputs are TTL compatible, the outputs drive a standard:
TTL-load.

Grenzdaten Informationdaten

max. ratings characteristics

Ucce = -03...7V Ui = -03...08V

Ui = ~03:..7V Uin = 2V ... Ucc

Da = 0 ... 70°C UoL = 04V loL = 1,8mA

Dstq = =55 ... 125°C Uown = 24V loH = —100 A
lcc < 200 mA tc = 400 ns

Zeichengenerator 3200 bit
character generator 3200 bit

U 401 D  Zeichengenerator mit einer Kapazitdt von 3200 bit
(64 Zeichen zu 50 bit). Die Wortbreite betrégt
10 bit. Spaltenweise Ausgabe in einer 10:<5 bit-
Matrix. Das Bitmuster, die Belegung der chip-
enable-Eingdnge  und  Spaltenauswahleingénge
werden nach Angabe der Anwender beim Hersteller
programmiert. Der Schaltkreis ist TTL-kompatibel.

Character generator with a capacity of 3200 bit (64 character
by 50 bit), 10 bit words- output of characters in a 105 bit
matrix by coulmns. The bit pattern and the availabilities of the
chip-enable-inputs and of the column selection inputs are
programmed by the produer on the basis of the datas of the
user. The circuit is TTL-compatible.

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings operating conditions characteristics

U1 = -20... 403V U4 =11 ...13 V tzue < 8 us
U2 = -15... +03V U2 =0 Vv tzur < 4 pus
Ui = —20 . +0,3V U3 = 4,75 cee 5.25 \ tzuche < 3 us
I = 1,6 mA

ta =0 .70 °C

Zeichengenerator 2560 bit
character generator 2560 bit

U 402 D Zeichengenerator mit einer Kapazitdt von 2560 bit
(64 Zeichen zu 40 bit. Die Wortbreite betrégt 5 bit.
Zeilenweise Ausgabe der Zeichen in einer 8X5 bit-
Matrix.

Das Bitmuster und die Belegung des chip-enable-
Einganges des Schaltkreises werden nach Angaben
der Anwender beim Hersteller programmiert. Der
Schaltkreis ist TTL-kompatibel.

Character generator with @ capacity of 2560 bit (64 character
by 40 bit), 5 bit words, output of characters in a 8x5 bit
matrix by rows.

The bit pattern and the avaiabilities of the chip-enable-inputs
are programmed by the producer on the basis of the datas
of the user. The circuit are TTL-compatible.

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings operating conditions characteristics

U1 = —-20... 403V —U1 =11 ...13 V tzuche 510 ns
U2 = —15...'4+03V Uz =0 \' tzu 580 ns
Ui = —-20... 403V Us = 475...525V

Da =0 . +70 °C
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Integrierte Schalikreise Integrated circuits

Statischer Schreib-Lese-Speicher
Static random access memory

U202 D Statischer 1- K Bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM) 1-K bit (1024X1-bit) static random access memory in channel
in n-Kanal-Si-gate-Technelogie silicon-gate-technology
— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten — memory motrix consisting of 32 rows and 32 columns
— Adresseneingangsschaltung fir 10 Adressen — address input circuitry for 10 odresses
— Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeschaltung — column decoder with data inpout circuitry
— Zeilendecoder — row decoder
— Ein- und Ausgobesteuerung (CS, WE) — inpout and outpout control
— Steuerung fiir Ruhezustand — standley power made
Grenzdaten (bezogen auf Uss) Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings (reloted to Uss) operating conditions characteristics’
Uce = -05... 47V Uce &= A,75 5:.:820 V tace < 400ns
Pseq = =65 .., 125°C Un = -05... }+08V trRc > 400 ns
Uin = 2V .:. Ucc twe > 400 ns
Je =0 ve. 70 C Uces > 2 V
UoL < 04V lcc < 45 mA bei Ucc = 525V
Uon > 24V lccs < 30 mA at Ucc = 2V
D2 [:r1 @ Bid
07 (2] 3] D4 —
@ D6 [3] 8] os 19 o—— DO PIO A0 |—o15
3 — . 20 o—| D1 Al |—o1a
_cs [5] 37] M1 10—1{D2 A2 |—om13
A Sel % 38] ToRQ 40 o—] D3 A3 |—omn ,7[}71 26[1e6
BlASel [6 (35] RD 39 o— D4 A4 |—o010 212 271V
a7 [7] [33] B7 38 0—— D5 A8 =013 jd i l A0t Doeicuen. | 1[04
A6 E ii] B6 g gs :3 —o8 riys 26 [1iv 22 0-——|2 |GENERATOR 2
as [9] [32] B5 2 ¥ a1 25({]e5 23 3 [cramacTen 5
A4 @ E B4 16 o— ASTB ARDY |——o0 18 az2(]s 2% ;]e." o GENERATOR | 3| @
Uss [01] 53] 83 17 o——bBsTB -— a3ls 23 [Je3 ::O B B -
A3 (2] 29 B2 6 B/ASel| :? —o—o :; i 22{1e2 0“0-—-5 5—0
A2 % 28] B1 5 C/DSed - o asle 27her 28 6 | 8
Al [27] BO 4 cs 83 10 a6y 200U 19 0———cey 6 09
Ao [i5] 26] Uc 37 M1 ?
_ c B4 |—o031 2070 44 18 0——lce2
ASTB [16] 551 CD 36 IORQ g I 50 a7[] Oche1 1L—o1a
asTR 1
BSTB [17] [24] TeX 99 AD BE —o.aa e B [enas 70_“553—464 zeicHen | 8F——o 1!
ARDY [i8] 3] TN 25 0— C B7 |—o034 asf]zz 17 Jche 3 To—R1 | somir
Do [19 [22] 1€0 24 o— IEI BRDY [—o 21 ai(]713 76:1,.v. 2ojn2 64 9 2
D1 20\-123 BRDY m:z gg U0 ‘753U3 q - s [AnaCTERS oL 013
U 880 D U401 D
S ‘ 80 —]A0
UIE;I Z‘ijj 23 o—i ZEICHEN i =012 J © B
B i GENERATOR 1 16| | A7 40———Al
alfj2 23[Je? 22 0——2 o3 As ]
2 CHARACTER| 50——A2
~ aiEi -'[‘ :-]]82 21 0— i \;:Mnmoni 3 & As E 2 15 ] Ag 60— a3
a 71e3 i
as[]5 20Nes Whi== la—o5 we[]3 14 [ ] A 70—A4
= 19 05 | - ZO—E
adle 9 fles s — A {4 13[]es 1o——{a6| w24xiBIT | 612
a[/[ 7 2 Jes 18 o—16 | STATISCH
" - Bf——oi 7 A2 |5 12 :] DO 16 0——A7| sTATIC
a7(é 70e7 17 07
- I—=08 As [: . " :]DI 150—A8
ab|9 6[)ed 16 o —8 i 14 0—— A9
as]n0 75[Jche3d 15 O—E;i ::gzé(l‘ynm 8——o0 9 As E 7 10 :]Ucc 13 eS|
am:n #0che2 44 o loga., 9 — 0 10 = " :]u 5
Uzqu 73[Jche 7 13 B leEd CHAHAC!EH%]OT*O " 9 ss 1 DI
i
U 402 D U202D
Pin-Anzahl
- number
of of pins
2' n l4 |2mu; b [VD
mas0.55 et 16 17,5 19,5 7,5 U 202D
3 a 24 27,5 32,0 15,0 U 402D
ke 28 32,5 37,0 15,0 U 401 D
10 47,5 52,0 15,C U 880 D
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integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Dynamischer Schreib-Lese-Speicher
Dynamic random access memory

U253 D Dynamischer 1024 bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM) Dynamic 1024-bit random access memory in p-channel-silicon
in p-Kanal-Si-gate-Technologie. gate-technology
— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten — memory matrix with 32 rows and 32 columns
— Adressenregister und Inverter fiir 10 Adressen — address register and inverter for 10 addresses
— Zeilendecoder mit Lese-/Schreib-Verstarkern — row decoder with read/write-amplifiers
— Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeeinheit — column decoder with input-and output-unit
— Refreshverstarker — refresh amplifiers
— Zyklussteuerung — cycle control

Grenzdaten (bezogen auf Uss) Betriebsbedingungen Informationsdaten

max. ratings (related to Uss) operating conditions characteristics

Uop = —25...-03V Uss = 152 ... 16,8V trRwe > 580 ns

Uss = —-25... 4+03V Ugs — Uss = 3 ... 4VD) tre > 480ns

Ui = -25... 403V Pa = 0 ves 20 *°C trREF < 2 ms

Uo = —25... 403V . Re = 01...1k&2

1) bezogen auf Upp = 0V 1) relative to Upp = 0V

Festwertspeicher
Read only memory

U 501 D  Statischer Festwertspeicher (ROM) in MNOS- Static read only memory in MNOS-technology with a memory
Technik mit einer Speicherkapazitat von 2048 bit. capacity of 2048 bit.
Die Ausgabe erfolgt in 255 Worten zu je 8 bit. Die The output is 256 word by 8 bit. Operating voltage con be
Betriebsspannung ist taktbar. Der Schaltkreis ist clocked.
TTL-kompatibel. Das Bitmuster wird noch Angaben The circuit is TTL-compatible. Bit pattern is fixed by the pro-
der Anwender beim Hersteller festgelegt. ducer on the basis of datas of the user.

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten

max. ratings operating conditions characteristics

U, = -20... 4+03V)) U, = —945 ... —855V too < 300 ns

U, = -20... }+03V)) U, = —-9.45 .., —8.55V tco < 500ns

Ui = 20 ... +03V") U; = 475 ...525 V tace < 1 us

Pa =0 ,..+4+70°C Fa = 0 ... +70 °C

1) bezogen aut Us ) relative to Uz
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integrierte Schaltkreise Integrated circvits

Static Read-only memory

Statischer Festwertspeicher

U 551 D  Statischer, elektrisch prcgrammierbarer Festwertspei- Static, electrically programmable read-only memory (PROM) in
cher (PROM} in p-Kanal-SG-Technologie mit einer P-channel silicon gate technology with a storage capazity of
Speicherkapazitat von 2048 bit. & 2048 bits.

— 8 Eingdnge zur Auswahl der Worte — 8 inputs for selection of words

— Ausgabe in 256 Worten zu 8 bit — output 256 words by 8 bits

— Chip-enable-Eingang che — chip-enable-input

— Zusammenschaltung der Doteneingdnge der Interconnection of data inputs of the circuits may be arbitra-
Schaltkreise kann veliebig unter Beachtung der rily accomplished, taking into account delay times, input cur-
angegebenen  Verzogerungszeiten, Eingangs- rents, effective load capacitances and interfering capacitances
strome wirkender Lastkapazitaten und Storkapa- stated.

zitdten erfolgen

— Operating voltage Uce may be timed for reduction of

— Betriebsspannung Ugc zur Verringerung der Ver- power dissipation.
lustleistung taktbar.

Grenzdaten (bezogen aut Ucc)

max. ratings (reloted to Ucc)

Informationsdaten
characteristics

Use = —40V ... Uss +03V") —Uge = 35 ...40VY" —Un = 40 ...48V)")
—20V ... 0.3V? = 8,55 ... 945V? = Upbp ... 0,65V?)
Ui = Uopo = -48V .. Uss +0,3V") —Upp = 46 ... 48V 1Y ls = 3uA?)
= —-20V ...03V? = 8,55 ...9.45V?) les = 10 ... 100mA)
Uss = 0...12V") Ucc = 475 ...525V?) tacc = 1 us
#a = 25°C 4+ 10% 1) Uss = 108 ... 132V tow > 25us
= 0...70°C? —Un = —=03...2V) ton > 10us
Bsqg = =55... 4+125°C?) = Ucc —2V...Ucc +03V?
) im Programmierbetrieb 7} in programming operation
2) im Lesebetrieb 2) in reading operation
30—a0] RAM [T p= 30—41 | ROM ok
4 o——A1 [ 2] 23
2 o——A2 3 22 . 2 —o°s5
1 0——A3 Z] 10—3
A30H  Bhwe
15 o—1{A4 z] —o6
A2[]2 77DU35 o A_.‘; 21— 4
4003  76[Cs ) e i o] 200—5 o7
Alls  7500A¢ g o —° 18]
g5 whoo s AB' 7] 190—6 —o8
A3[l6  73[]48 e 6] 180——7 L o9
6o 2% 024 x1BIT E
A6(7 71200/ &
O———{CS| STATISCH 70— g | 256x8 L o010
A5l 771y STATIC E | BIT
(22 18 o——WiI
A709  0{(Ypg 12 o—loTl 3] 14 c n
U 253D
Eme®
chc 30— PROM| 1| — o4
J Uec 20— 2 g 3 N
] Ucc 1 3 max 04
[ e 3—06 Sl il
b s 20— 4
Hes 200—s 4—o7 .
aer Fo==16 S5—o8 Pin-Anzahl
7] ee
180—— 7 . 9 number
0 Uce ¥
70— 8 of pins
H Ues 7—o010
H che . 256%8 n ‘1 |2mux b Typ
Jepn o Bt g o
. 18 20,0 24,5 7.5 U 253D
24 27,5 32,0 15,0 U 501 D, U551 D
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Integrierte Schaltireise

Integrated circuits

Programmierbarer Ein-Ausgabe-Schaltkreis

Programmable interface circuit

U 855D Programmierbarer  Parallel-Ein-/Ausgabeschaltkreis The U 855 D is a programmable input/output circuit using the
in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie. Er dient der n- channel- silicon-gate-technology. The circuit is especially
Durchfithrung des Datenverkehrs zwischen dem used for data communications between the CPU and peripheral
Mikroprozessor und der Perepherie. units.
Es gibt zwei 8-Bit-bidirektionale Ports mit Einrich- The U 855D has two 8-bit-bidirectional ports with special
tungen fiir Quittungsbetrieb (,handshaking”) sowie units for “handshaking” and an interrupt at “handshaking” —
eine Interruptméglichkeit im Quittungsbetrieb zur mode channels for speed commands.
schnellen Anforderungsbearbeitung.
Alle Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel.

Grenzdaten Informationsdaten

max. ratings

characteristics

Ucce =-03...7V Uce = 4,75 ...525V
Ui =-03...7V Ui = —03...08 V
Pa = 0 i 709 Uin = 2V ... Ucc
Dseg = —55 ... 125°C Uie = 03...06
Une = Ucc =02V ... Ucc
tc = 04 ... 2us
Rechnerschaltkreis

Calculator circuit

U 821 D  Vier-Spezies-Rechnerschaltkreis fir den Einsatz im Four-rules circuit for use in pocket calculators
Taschenrechner. — 4 operations (addition, subtraktion, multiplication, division)
— 4 Rechenarten — constant or chain operations
(Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) — floating point or fixed point results
— Konstanten- oder Kettenoperation — eight-digit display output
— Gleitkomma oder Festkomma — leading zero suppression
— achtstellige Ziffernanzeige — indication of negative sign, input and result overflow
— Dunkeltastung der nicht benutzten Anzeige- — sign changing
elemente
— Anzeige von Negativergebnissen, Eingabe- und
Ergebnistberfillung ‘
— Vorzeichenwechsel
Grenzdaten bei o Betriebsbedingungen bei
max. ratings at 8o =0...70°C operating conditions at #a=0...+70°C
Upp = —-20... 403V min typ max
Use = —-20 ... 403V Upp = 0 Y
Uit = —-20... 403V Uss = 66 7.2 8,1 \Y
Uio = —-20... 4+03V Uce = 6,6 7,2 8,1 Vv
Ptot <= 400 mW Urnh = (Uss =1) o Uss Vv
lons = 5 mA 1) UrL = (Uge=1) wu (Use +1V?2)
lonb = 14 mA tr = 3,7 2 ille us
Da = 0 .70 °C tmin = 4720 te us®)
) lons < 7mA bei/at o < 45°C 3) KontaktschiieBzeit flir Dateneingabe
2) Ut = -8V closed contact time for data input
Bezeichnung der Anschiiisse labelling of connexions
Cp — Tokt — clock
KN, KO, KP, KQ — Eingabe — dato input, keyboard input
D1...DMN — Digitausgénge zur Steuerung - digit terminals to scan the keyboard
der Zahlenein- und -ausgabe for input an the display for output
SA ... SG — 7-Segment-Ausgdnge (Zahlen- — 7-segment outputs (data output)
ausgabe)
SP — Dezimalstellenkomma — floating point
iV — interne Verbindung — internal connexion
Uobo — Drainspeisespannung — Drain supply voltage
Uce — Gatespeisespannung — Gate supply voltage
Uss — Sourcespeisespannung — Source supply voltage
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integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Programmwabhlschaltkreise
Programme switching circuits

U 700D 6-Kanal-MOS-Schaltkreis zur vollelektronischen 6-channel-MOS circuit for all-electronic programme
Programmumschaltung von 6 Programmen durch switching of 6 programmes with sensor contacts. In
Bertihrungstasten. Bei der Fernbedienung wird der remote operation an internal ring counter switches
interne Ringzdhler mit jedem Fernsteuerimpuls to the next programme digit of the circuit at every
um eine Programmstelle weitergeschaltet. remote control pulse.

Grenzdaten bei Informationsdaten bei

$a=0...,470°C #a = 25°C, —U; = 25 ... 28V

max. ratings at characteristics at
U, = -31... 403V Uy < 2V —Uon < 1V bei RL = 100k&2
Ui = —-25... +0,3V —UL = 9V —Uon < 2V at I =1 mA
—h = 0,5 A —lso <1 mA TKuon < 1mV/K da = 10 ... 50°C
—lo = 2 mA tiHL < 10 us?) tp = 60...200us?
#a =0 ...+70°C
195:9 = =55 . +125°C
1) darf iiber einen Widerstand Rs = 22 M@ an Us 1) may be connected to Us about a resistance Rs = 22 MQ.
gelegt werden.
2) Fernsteuerimpuls 2) remote control pulse
A (Us — Uon) 4 (Us —Uon)
3) TKuow = @ —4 3) TKuoH = @ — 0o o—o
Ada A Ba
An [0 g [40] At0,
-
Az (2 [35] A9 4 Do ZVE :? s :3;?
A13 [3 [38] A8 A2 L 532
Al4 E E A7 15 o— D1 :: [ o33
] 3
At5 [5] 36] A6 1o} 02 As [ o3s - mj%r
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D4 [7 32 A4 70— Da re 27 neya 27[1kQ TASCHEN D1 |t 3
03 [B A3 90| b5 A9 | 539 07(]3 26 QKN 2 e L }m T
D5 [9] 2] A2 10 0— D6 an 57" bz [j# 2e[1ro s F: Y
D6 [i0 37] A1 30— D7 o - 0305 24 DSP CaLouLA{DS o
Uee 0] 50 Ao aw 93  osls 2300 25 o——pojton los o8
p2 [ Zg] L 240 a5 | o5 U"E7 256 PR ‘\ga o
o7 [i3 28] AFSH 16 o 06 O 27 B ioqk,,,,a i
Do [14 [27] M1 170 L_W 7ps BBk |pto}——— 12
o1 [5] 5] AESET 260 e w 2
e i) g -
INT [i6] [25] BUSRQ 080 79 5o lse l——02
T E ,2__4] T 25 o D971 78 [1sC 27 p———KQ lsch—o1m
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Integrierte Schaltlreise

Integrated circuits

Programmwah!schaltkreise
Programme switching circuits

U710 D  8-Kanal-Programmwahlschaltkreis zur vollelektroni-
schen Programmumschaltung durch Beriihrungstasten
in Rundfunk- und Fernsehempféngern. Das Aus-
gangssignal ist bindr codiert. Zwei Schaltkreise
U 710 D kénnen zu einer 16stelligen Einheit zu-
sammengeschaltet werden. Bei Fernbedienung wird
der interne Ringzdhler mit jedem Fernsteuerimpuls
um eine Programmstelle weitergeschaltet. Die Ab-
stimmspannung wird vom Schaltkreis U 711 D ge-

Eight-channel programme selection circuit for full-electronic
programme changeover by touch plates in radio- and television
receivers.

The output signal is binary coded.

Two switching circuits U 710 D can be interconnected to form
a 16-position unit. For remote control, the internal ring counter
is switched further by one programme position with every
remote control pulse.

The tuning voltage is switched by the circuit U 711.

schaltet.
Grenzdo.ten Informoti(lan.sdoten bei LU, = 25...28V, §a = 25°C
max. ratings characteristics at
U, = —31... 403V —Un <2V —Uon = 3V bei —lo = 1TmA
Ui = -25... +03 V —UL =9V —UoL < 9V at —lo = 1mA
Da = 0 ...-70°C ttHe = 10us
Dseq = -55...4125°C tp = 60 ... 200 us

U711 D Bindr-zu-1 aus 8-Dekoder zur Dekodierung der
BCD-Kanalinformation des U 710 D. Mit den Ein-
transistorausgangsstuten kann die Abstimmspan-
nung eines vollelektronischen Tuners geschaltet
werden. Um 16-stellige Einheiten autzubauen, mis-
sen zwei U711 D mit ihren Eingdngen parallel
geschaltet werden.

Binary 1-to-8 decoder for decoding the BCD channel infor-
mation of the U 710 D. With the single-transistor output stages
the tuning voltage of an all-electronic tuner can be connec-
ted. In order to establish 16-position units, two U 711 D's must
be connected with their inputs in parallel.

Grenzdaten Informationsdoten bei
) - —U; =25...28Y, #a = 25°C
max. ratings characteristics at
U, = =31 ... 403V —Un < 2V —Uon < 1V bei —IL = 0.25mA
Ui = -25... +03V —UL = 9V —Uonw < 2V at -l =1 mA
Io = -3 mA TKuon < 1mV/K™
Fa = 0 ...-+4+70 °C
A (U1 —UOH)
H TK = —
¥ Piumw 4 %a

Universeller Programmwahlschaltkreis

Universal programme switching circuit

U 705D  Universeller 4-Kanal-Beriihrungstastenschaitkreis fir
den Einsatz in der MeB-, Steuer- und Regelungs-
technik scwie Elektroakustik zur Abldsung mechani-
scher Tastensdtze.

Es sind bis zu 20 Schaltkreise miteinander verkett-
bar. Die Scholtkreiseingdnge und -ausgénge sind
TTL-kompatibel, die Eingédnge prellfrei.

Abhdngig und/oder unabhdngige Betriebsarten
sind moglich durch die entsprechende Beschaltung
der Eingdnge. Die integrierte Vorzugslagenschaltung
sorgt fiir eine definierte Antangslage der Ausgdnge
beim Einschalten der Betriebsspannung.

Universal 4-chonnel touch plate circuit for employment in pro-
cess instrumentation and control engineering and electro-
acoustics for replacing mechanical pushbutton sets.

Up to 20 switching circuits can be interconnected. The inputs
and outputs ot the switching circuits are compatible with TTL;
the inputs are bounce free

Dependent and/or independent operating modes are possible
by appropriately connecting the inouts. The integrated prefe-
rence position circuit offers ¢ defined initial position of the
outputs when switching on the operating voltage

Grenzdaten Betriebsbedingungen bei

max. ratings operating conditions at #a < 50°C

U, = —-20... 403 V" fir MOS-Betrieb: fiir TTL-Betrieb

U, = —15... 403 V") MOS conditions TTL conditions

Ui = —-20... 4+03V -U, = 17.60 ... 1825V —U, =1 ...13 V
Dseq = =55 ... 4125°C -U, = 115 . 135 V U, =0

Pa = 0 ...+70 °C U; =0 v +U; = 475...525V

) bezogen auf U; ) relative to U;
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

Thyristoransteuerschaltkreis
Thyristor Selection Circuit

U 706 D  Thyristoransteuerschaltkreis in p-Kanal-MOS-Techno-
logie. Die Eingdnge sind mit integrierten Gate-
schutzdioden versehen. Aufgrund seiner technologisch
bedingten hohen Stérfestigkeit ist der U 706 D als
Ansteuerschaltkreis fir netzgeldschte Stromrichter
(Thyristoren, Trias’s) in der Leistungselektronik ge-
eignet. Aufgrund der im ‘Schaltkreis enthaltenen
Funktionseinheiten Synchronisationslogik, Phasen-
spannungsiiberwachung, Kanalumschaltung, Zuord-
Zindpulsbildung, Impulsmischung, Impuls-
sperre, Umsteuerung und Ausgangstreiber wird die
Steuerung leistungselektronischer Schaltungen durch
Phasenanschnitt, Pulsbetrieb, Schaltbetrieb oder
Schwingungsblocksteuerung nach dem  Nullspan-
nungs- bzw. Nullstromverfahren erméglicht.

nung,

Thyristor selection circuit fabricated with P-channel MOS tech-
nology. The inputs are provided with integrated gate-protec-
tive diodes. Because of its high insensitivity to disturbances,
due to technology, the U 706 D is suitable for use as selection
circuit for mains turned-off rectifiers (thyristors, triacs) in power
electronics.

Due to the functional units synchronization logic, phase-voltage
monitoring, switching, allocation, firing-pulse gene-
ration, pulse mixing, pulse blocking, reversal and output driver,
incorporated in the circuit, the control of power- electronic
circuits by phase lag, pulse operation, switching operation or
vibration-block control by zero-voltage and zero-current methods

channel

is made possible.

Grenzdaten bei

Informationsdaten bei

e 0, —1 (o]
max. ratings at Pa=10... +70°C characteristics at 2 23nC
U, = =31...03V -y, = 25...28V —lIs = 6 ...15mA
Ui =25 ...03V —Unw =0 ...2 V —UL =9 \'
Ja = 0 .. 70 °C —Uou = 0,5 Vv —UoL = 12 \
Dseg = =55 ... 125°C Re = 100 k2 loL = 1 uA
) ————-———— 08
+————————209 -
e3l[; ez a5 flas
e’rEi 7/3[|?/ - T a3l a6
o o P S—— a2l #a7 4o [TBC[1—os
e6lls  1fe, S0 17 | [ — i a1+ [ab Y 2 o3
e7ls 228 PO A} | Verknupfungslogik ev]s pe 6o _‘]4 i a Pk
es]6  771[ak cl | L | v _ 5T e3xls  nle, so g i g;' —2 :g
es a- 10[Ja3 ‘] combinational logic eZE » 1y, | [ 7 oa
orda 9 Qa2 13 0—— ‘ eie b no——Ey | 8-—o013
I Grok 107
U 710D U711 D
u 01 24 e 210" | SENSOR- | 1} —o18 18517
ap[]2 23 []es 220-—+2 | SCHAL- ON1 [F 24[] 1V 72 THYRISTOR-| 11— 0 4
ewll 3 22 s 30——3 | KREIS 21— 017 N1 (2 23[) osv 15 6——12 | ANSTEUER-
7 40— 14 " 16 0——3 | SCHALT- 2—o010
aw] 4 2n e 1 SENSOR. | 3——16 03 [3 22 Yoo 21 o—c1| kREIS
av[ls 20 N2z 6 5 | circurt o1[]4 210 181 =03
ol ) 70—16 |, Are=als #q Os bG8 1810 531 THYRISTOR{ , %
eq [ 19 J2c ol » % 4 g 24 o——a | sececrion] 0
eul]7 182 5 § i 1s (6 197 IPA ~|creur |5 "
s na —1 6——o5 1sv [J7 18] 1S2 13
e
v . 17 : 2 3 0—‘L —— 14 O__LB_. 6 1
ex(]9 16 a3 s = . N2 []8 17]] our 3 . 1
e 1 04 ]9 167 1P3
ZE'O 'sba' no—Jn | 8—o19 { Bio iy .
epal] 1 14 JU; 02 [Jio 15[] 1P2 .
| 12 0—12 R 60—-7 8—0 23
emqf BPU“ 9l o2. ON2 [Jn 140 1TP . ls
= B [n 13l 11 50—1o A—our
UT0FSY7
U 705 D U 706 D
Pin-Anzahl
number
of pins
n 11 l12max b Typ
16 17,5 19,5 7.5 u7iob, U711 D
24 27,5 32,0 15,0 Uu705D, U706 D
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integrierte Schalikreise

Iniegrated circuits

Antriebssteuerschaltkreis
Drive Control Circuit

U 805D  Antriebssteuerschaltkreis in p-Kanal-MNOS-Techno-
logie.
Der U 805 D beinhaltet eine digital wirkende lo-
gische Schaltung, die hauptsachlich aus einem Be-
fehlsteil und einem Meldeteil besteht. Er ist speziell
fiir verdrahtungsprogrammierte Steuerungen von
Einrichtungs- und Zweirichtungsantrieben vorgesehen
und ersetzt gegeniiber bisherigen Steuerungen dis-
krete elektronische Bauelemente wie Relais, Tran-
sistoren, Freilaufdioden und Kondensatoren.

Drive control circuit fabricated with P-channel MNOS techno-
logy. The U 805D type incorporates a digitally acting logical
circuit, primarily consisting of an instruction part and a signali-
zing part.

Especially designed for wiring-programmed controls of one-and
two-directional drives. Compared with conventional controls the
U 805 D replaces discrete electronic devices, such as relays,
transistors, free-running diodes and capacitors.

Grenzwert Informationsdaten

max. ratings

characteristics

Us=U=UoL = -20...'}03V —Un = -25V,-UL=10...17,25
Pa = 0 ... 70 °C —-Us = -1,7 V
Bsg = —55...125°C —Is = 20 mA +2,25V

—li g 50 [tA Us = Usmax

—UoH é 2,0V Ui = Usmax

—lor = 10 uA —lo = 2mA

fe g 20 kHz Uo = Usmax
Uhrenschaltkreise

Watch Circuits

U 113 F  16stufiger Teilerschaltkreis fir den Einsatz in Quarz-
uhren mit analoger Anzeige fir eine Quarzfrequenz
von 32,768 kHz in CMOS-Technologie.

An zwei Ausgdngen werden jeweils 0,5 Hz impulse
entgegengesetzter Polaritét, die gegeneinander um
1 Sekunde verschoben sind, fir die Ansteuerung eines
Schrittmotors abgegeben.

Ein dritter Ausgang stellt eine Impulsfolge mit einer
Frequenz von 4096 Hz zur Erzeugung eines Signal-
tones bereit.

16-stage-divider-circuit for use in crystal-controlled watches
with analogue indication. The crystal frequency is 32,768 kHz.
The iC uses the CMQOS-technology.

Pulses of 0.5 Hz each, with opposite polarity, shifted by 15 to
one another, are provided on two outputs for driving a step
motor.

A third output provides a pulse sequence with a frequency of
4096 Hz for generation of a signal tone.

Grenzdaten Informationsdaten beij

max. ratings characteristics - at Ba = 26°°C, §y == 32,746 kHz

Ubp = —02 ... +30V Ubb = 1,35 ... 1,65V

Ui = Us 402V Iop = 3 o 6 uA Re1 = Riz = 2©

Ha =10 5. 70°C Cx = 10pF, Upp =158V
Bg = —55... 1125°C tosz < 10s

U114D 4 MHz — Uhrenscheltkreis. Der Schaltkreis U 114
wird in batteriebetriebenen Wohnraumuhren und
Weckern eingesetzt. Die Frequenz des erforder-
lichen Quarzes betrégt 4.194.304. Hz. An den Aus-
géingen A1 und A2 stehen gegenphasig 0,5-Hz-Im-
pulse zur Ansteuerung eines Motors zur Verfligung.
Der Schaltkreis U 114 D verfiigt iber eine Wecklogik.

4-MHz — circuit for clocks. The IC U 114 is an special circuit
for battery-operated colcks and alarm-clocks. The used crystal
frequency is 4.194.304 Hz. At the ocutputs A1 and A2 are anti-
phase pulses (pulse frequency 0.5 Hz) for driving a motor.
The U 114 has a built- in wake-logic.

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten bei

. Upp = 1,5V, # = 25°C
characteristics at

Uoo = -03... 425V
U, = —03... Upp )
Pa = —10 ... 470°C

’l?s[g = =55 ... ‘+'125 °C

Upp =12 ...17V

Pa = —-10 ... 4+70°C

Ri1 = 200 2 (Motor)
(motor)

Leerlaufstrom Ipp < 50 uA

no - load - current
Weckerausgangsstrom lw = 250 uA
output current of the alarm-clock

1) bezogen auf Uss (Masse)

1) relative to Uss (earth)
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integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

Uhrenschaltkreis
Watch Circuit

U118 F  16-stufiger-Teilerschaltkreis fiir den Einsatz in Quarz- 16-stage divider-circuit for use in crystal-controlled watches
armhanduhren mit analoger Anzeige fiir eine Quarz- with analogue indication. The crystal-frequency is 32,768 kHz.
frequenz von 32,768 kHz in CMOS-Technologie. The IC uses the CMOS-technology.

Durch einen Reseteingang ist ein definiertes Stellen A reset- input is for a defined set of the watch.
der Uhr méglich. An len beiden Ausgdngen werden At the outputs are 0,5 Hz-pulses with an adjustment of 1s.
0,5 Hz-lmpulse, jeweils um 1s gegeneinander ver- The pulse — v.idth ist 7,8 ms.
schoben, abgegeben.Die Impulse sind 7,8 ms lang The pulses are controlling a step motor with a load resistance
und steuern einen Schrittmotor mit einem Lastwider- of 1kQ.
stand von 1 kQ. At a third output are impulses with a frequency of 4096 Hz for
Ein dritter Ausgang stellt eine Impulsfolge mit einer generation of a signal tone.
Frequenz von 4096 Hz zur Erzeugung eines Signal-
tones bereit.
Grenzdaten Informationsdaten bei
. e Do = 25°C f; = 32,768 kHz

max. ratings characteristics at

Upbo = —-02...2V Uco = 1.35... 165V

Ui = Upp + 02V loo < 1,5pA RL1 = Rp2 = oo

#a = 0 eis 20°C Cx = 10pF, Upc = 1,55V

Pseq = =55 ... 125°C tosz < 5s

20——1 | ANSTEUER-

26 o———2

270—13 SCHALT- 1}—o15
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lerz (1) 28010 200—15 S
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TpRy (3 260 Ijp 20——7

30— 18 CIRCUIT
Ignz (s 25112 3——16
40——9

Ipy (s 241 1Rt 6 10

Ip2 (6 230Ic 50——11 4 019

Onsa [7 2]1sss 90— }%

1 10 0—

:‘RF: E: :;S ’OFZA o— 14 5f— o7

120——15 ‘ L 1y |UHREN-

It (1o 19] OAFS 130—{16 ’_{ ” Uoo[1] (812 To—4b 11 schalr o102
IsTE ON 18018 14 o——17 6 o1[2] ﬂ“ 8o—pb 12|WATCH [, L o
Inse (12 170 -Upp 8o—18 | & o [ "*|cmcurr

250—A -
lupE (13 167 OSTD 20 B 7——23 ] 5u 03p—06

Irps e 15 Oass 23 o——|C = 5

T O

U 805D U 113 F
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KREIS
I3 E3 8]03 8o 12|WATCH |ood (o
CIRCUIT
O1 E4 7] 14 — L
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16 [ 6 ] 02
U114 D
Pin-Anzahl
number
of pins
n 11 l2max b Typ
10 10 14,5 7.5 U114 D

28 32,5 37.0 15,0 U 805 D
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Integrierte Schalitkreise Inteqrated circuits

Aufnahme-Wiedergabeverstdrker
Recording-replay amplifier

A 202D Aufnahme-Wiedergabeverstérker fiir Tonband- und Recording-replay amplifier for tape and cassette recorders
Kassettengeréte
Grenzdoten Informationsdaten bei . o
max. ratings characteristics at Us = 9V; da = 25°C
Us = -5 sew 12 'V Is1s < 8 mA bei Uir =0
Ja = —25...70 °C Is1s < 16 mA Us =0
da = —25...100°C bei Us=9V Auvvy > 63 dB f = 1000 Hz, Ui1 = 0,5mV
Auvav > 66 dB f = 1000 Hz
kvy < 1,2% Uiy = 1,25V
f = 1000 Hz
kav < 1,2% Uis = 100 mV
f = 1000 Hz
Uo9 = 800 ... 1600 mV Us =1V
f = 1000 Hz
il ik’ Uis = 1V bzw. 100 mV
< 3dB
Uos(0,1 V) f = 1000 Hz
5 W-NF-Verstarker
5-W-a. f. amplifier
A210D ") 5 W-NF-Verstarker tir Rundfunk-, Fernseh- und 5-W-a. f. amplifier for radio, television and phono sets with
A210ED) Phonogerdte mit Schutzschaltung gegen thermal overload protection circuit

A210K?Y) thermische Uberlastung

Grenzdaten Informationsdaten bei .
max. ratings characteristics at Ja=25°C, Us =15V, f = 1kHz, Rk =42
Us = 4 vee 20V Ulett < 703 mV bei Po = 25W
Ui = -3 ...45V Ulei > 30 mV at
lom = 25A lso < 20 mA W =0
A 210 D/E Priot = 1,3W?) Po >53) W K = 10%
A 210K Pior = 5 W3?) K <2 Y Po = 50mW
A 210 D/E Rihja = 95 K/W K < 23) %Y Po = 25W
A 210K Rinia = 25 K/W fo > 15 kHz
A 210 D/E Rwje = 15 K/W Ri > 500 kL2
Pa = -25... +70°C
) Nachfolgetypen des A 205 D, A 205 K 1) Sequential types of the A 205 D, A 205 K
2) ’Du = 25°C 2) l9u = P5eC
%) Fir den A 210 D ist eine geeignete Kihlung vorzusehen. 3) For the A 210 D type a suitable cooling is to be provided.
1 W-NF-Verstarker
1-W-a. {. amplifier
A211 D 1 W-NF-Verstdrker fiir Rundtfunk- und Fernseh- 1-W-a. f. amplitier tor radio, television, and phono device
empfénger sowie andere akustische Gerdte applications
dat Inf tionsdaten bei
Gr_enz c-en nforma |f>n.s, i a = 259C. Us = 9V, £ = 1 kHz, RL = 8.0
max. ratings characteristics at
Us = 42, s 15 VY Iso < 10 mA bei U =0
Ui = —-05... +1,5V Vug > 44 dB at Po = 50 mW
lom = 1 A SRA = 54,3dB Po =1 W
Pior =1 W) Re = 390 k2
Peoe = 135 W 2) k < 10 % Po = 850mW
Fa = 10 ... -+70°C k = 1,4 % Po = 50 mW
k = 6,3 % Po =1 W
) da < 45°C

?) 9a < 45°C, K = 8cm?
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integrierte Schaltkreise | Integrated circuits

amplifier
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Intearierte Schaltkreise Intearated circuits

NF-Vorverstdrkerschaltkreise
AF-preamplifier circuits

A 273 D Lautstérke- und Balanceeinsteller fir NF-Stereo- Volume and balance control for
systeme mit physiologischer Lautstdrkebeeinflussung AF-stereo systems with physiological effect on the volume
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at a=25°C, Us =15V
Us = 18V Is < 40 mA bei Uj = Uy =6V
U;s = 12V k < 0,5% at ui = uo = 1V; f = 1kHz
Uss = 12V Balance hergestellt
U, =3 V Balance established
Ri = 4,7kQ aj > 58 dB ui = uo = 1V; f = 1kHz
da = =25...70°C . Balance hergestellt
Balance established
an > 50 dB ui = 100 mV; uo = 500 mV;
= 1kHz
Balance hergestellt
Balance established
g > 17 dB Uy = 100mV; f = 1kHz;
U3 =9V
Upp UI = ‘lV, f = 1kHZ;
< 4 dB
Up2 VU = —60dB
A 274D Hohen- und Tiefenzinstellschaltkreis fir Tone height and depth adjusting circuit for AF-stereo systems
NF-Stereosysteme
Grenzdaten Informationsdaten bei B e RS U = B
max. ratings characteristics at =y Us =1
Usmax = 18V ls < 40 mA bei U4 = U-|2 = 55V
U, = 12V k < 0,4% at Uy =Uo=1V;f = 1kHz
Ui = 12V ag > 38 dB Ui = Uo = 1V; f = 1kHz
Pa =-25... +70°C an > 54 dB U = 100 mV
g > 15 dB Uo = 50mV; f = 1kHz
—g > 15 dB UI = 100mV; U4 == U12 = 10V
U : U = ‘lOOmV, U4 = U12 =1V
! l 2 le2 48 U =100mV; f = 1 kHz
| Uoz Vu = 0 (fiir einen Kanal)
(for one channel)
b
i
E
é
E.
i
i
i
-
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

AM-Empfanger

Am receiver

A 244D

AM-Empfdangerschaltkreis  flir  AM-Empfdnger bis
30 MHz mit geregelter Vorstufe, multiplikativem
Mischer, getrenntem Oszillotor und vierstufigem
ZF-Verstarker. Durch symmetrischen Aufbau und Re-
gelung von 3 der 4 ZF-Stuten wird eine sehr gute
GroBsignalfestigkeit bei einem Regelumfang von
100 dB erreicht.

AM receiver circuit for AM receivers up to 30 MHz with
regulated prestage, multiplying mixer, separate oscillator, and
4-stage IF amplifier. As o result of the symmetrical construc-
tion and control of 3 of the 4 IF stages o very good signal
stability is reached at a regulation limit of 100 dB.

Grenzdaten
max. ratings

Informationsdaten bei
characteristics at

#a = 25°C, Us = 9V,

fi = 1 MHgz, Ati/ti = 1074
fz = 455 kHz, tm = 1kHz, m = 0,8

Us
Pa

Uis
Ui

I

I

I

HF-Teil / r. f. section:

Gesamtempfénger / total receiver

45 w15 V Rinr = 3.1 k&2 bei U; =0 Is < 16 mA bei Uinr =0
—10 ... +70°C ZoHF = 420k2 at Uirene ) = 4 uV at
2 v Il 45 pF 4V, = 84 dB AUnr = 10 dB
2 Vv S/N = 24 dB Uine = 20 uV
ZF-Teil /i. t. section Une > 60 mV Ui = 20 uV
Une 100 .. 560 mV Uink = 500 mV
0 i t—14
Uirezr ) = 80 uV bei dUne = 1UdB k s B o Usnr 30 mV
k < 10 % UinF = 500 mV
AVzr = 60 dB at k = 10%
U = 300mV Ug =0 Uinag =93 ¥ § o 0N
eFmax . U = 125uV S/N = 20 dB
Rizr = 2.2 k2 N
ZozF = 160 kQ2 g : o K
I 9.0 pF mo=0

1) 4Ui/ AUne = 10dB /7 3dB

FM-ZF-Verstarker
FM i f. amplifier

A 225D FM-ZF-Verstarker und Demodulator fiir Hoérrund- FM-IF-implifier and demodulator for radio-sets; with a tuning
funkgerdte, mit InstrumentenanschluB zur Ampli- meter outpout for amplitude indication, positive or negative
tudenanzeige, wahlweise positiv oder negativ mono-stereo switching voltage, AFC-output with shut-off unit,
gehende Mono-Stereo-Schaltspannung,  AFC-Aus- squelch.
gang mit Abschaltautomatik, sowie Rauschsperre.

Grenzdaten Informationsdaten bei #a = 25°C— 5K, Us = 12V, t = 10,7 MHz

max. ratings characteristics at At = +75kHz, tm = 1kHz, Qo = 35,

Cxr = 470 pF. larc = O uA, Ca = 22 nF

Us = 4...18V lso < 15 mA bei Iy = 0 mA

lia = 3 mA UnF > 300mV at Ui = 10mV

lis = 1mA Uit < 50 uV Ui = 16 uV

Pa = —25 ... +70°C U, < 200mV

Uis < 700 mV Ui = 10mV
U, < 20 mV f, = 2 kHz
aAmM > 48 dB Ui = 10mV, m = 0.3
k = 1,5 9% Ui = 10mV
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integrierte Schaltkreise integrated circuits

AM-FM-ZF-Verstdrker
AM-FM i.f. amplifier

A 281D AM-FM-ZF-Verstarker fir batterie- und AM-FM/F amplifier for battery-driven and
netzgespeiste Rundfunkempfdnger mains-driven radio receivers
Grenzdaten Informationsdaten bei
: ot $a=25°C, Us =9V, fm = 1 kHz
max. ratings characteristics at
f = 10,7 MHz, 4f = 75kHz = 455 kHz, m = 0,8
Us = 1V —ls < 30 pwA bei Us/y = —=110mV Une = 245 mV bei ui = 15 uV
U/ = 4V Une = 840mV at  ui = 50 mV Une = 520 mV ot ui =15 mV
Us/y = 4V G, > 62 dB ui = 30 uV Gp > 65 dB ui =10 uV, Ur = 0
I < 2 mA V., = 87 dB Ur =0 V., = 94 dB w=25 aVv
Is > 2 mA Ur = 190 uV ui = 50 uV AV, = 62 dB
li3 < 3 mA aam = 54 dB m = 0,3 UiReg = 11,5 uV
Ja =-10 +70°C Ri = 172 2 u =1 mV Uimax= 18 mV k = 10 %
Ci = 67 pF u = 1 mV —Ur = 380 mV ui = 15 uV
lso < 9 mA k < 10 % u = 15 mV
R = 11 k@ ui = 200 uV
Ci = 125 pF ui = 200 uV
Stereo-Dekoder
Stereo decoder
A 290 D PLL-Stereodekoder nach dem Zeit-Multiplex- PLL sterec decoder by time shasing principle for FM radio
Verfahren fir FM-Rundfunkempfdnger receivers
Grenzdaten Intormationsdaten bei 5
max. ratings characteristics at Ba = 25°C, Us = 15V, t = 1 kHz, tp = 19 kHz
Us = 8 w18 ¥ Is < 26 mA bei U =10
Is =75 mA asm < 1,6dB at Ui = 2,8Vss
Ui = 2,8 Vss a, > 30 dB U = 28Vss, U, = 100 mV
Da = —10 ... +55°C Uip < 22 dB
Ri > 20 kL2 Ui = 2,8Vss
Ton-ZF-Verstarker
Sound-i. f.-amplifier
A 220 D FM-ZF-Verstarker und symmetrischer Koinzidenz- FM i. f. ampflifier and symmetric coincidence detector for tele-
demodulator fir Fernseh- und Rundfunkempfdnger vision and radio receivers
Grenzdaten Informationsdaten bei 9 = o€ Us = " t = 6,5MHz, Af = +50kHz
max. ratings characteristics at s =B Lv=12 Qo = 20, fm = 1kHz, m = 0,3
Us = 6 ... 18V Iso < 20 mA bei Ui = 0 mV Rs = 0 k&
Us =4 V Une > 300mV at Ui = 1 mV R« = b5k
lia = 15 mA AUne > 60 dB Ui = 1 mV Ry = 5k2/0ke
I3 =5 mA Uit < 120 uV R« = 5k
N =2 mA Voze = 73 dB Ui = 10uV
Us/y =13 V aam > 46 dB Ui =1 mV Ry = 5kQ
Ris/is = 1 k2 k < 2 Ui = 1 mV Rs = 5k
Peot = 400 mW 1) Ri = 10 kQ Ui = 10mV
Fa = -10 ... 4+70°C Ci = 4,9 pF Ui = 10mV
W %a = 25°C
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integrated circuiis

Ton-ZF-Verstdrker

Sound-i. f.-amplifier

A 223D FM-ZF-Verstdrker und Demodulator mit zusdtzlichem
NF-Eingang und -Ausgang fiir Fernseh- und Rund-
funkempfdnger

FM i.f. amplifier and detector with separate NF-input and
NF-output for television and radio receivers

Grenzdaten

Informationsdaten bei

= 25°C, Us = 12V,

f = 6,5MHz, At = 450 kHz, R5 = 10 k2

max. ratings characteristics at Qo = 20, tm = 1kHz, m = 0,3

Us =10 ...18 V lso < 17.5 mAbei i =0 Us < 100mV bei R5 = 0

Us =6 \Y U, = 42 ...53V at as/N = 80 dB at Uizr = 10mV
1 =5 mA Uneg > 780 mV Uiz¢ = 10 mV Uit < 60 upV

Ry/s =1 ...10 k@ Unep > 650 mV Uiz¢e = 10 mV k = 1,2 % Uize = 10mV
Riz/ia < 1 kR AUnrg > 70 dB R5 = 10 kQ/0k2 Riz¢# = 4,5 kR Uiz¢e = 10mV
f =0 ...12 MH:z UizP = 10 mV Cizr = 4,5 pF Uiz¢e = 10mV
Peot = 400 mW 1) Veze = 68 dB Uize = 10 uV Rine = 2,1 k2

Renja = 120 K/W Vene = 16 dB Uize = 100 mV Ro = 1,1 k2

da = -25...470°C aam > 50 dB Uizp = 500 uV

1) #a = 25°C

Farbmatrix
colour matrix

A 231D RGB-Matrix mit

Dunkeltastschaltung zur direkten

Ansteuerung der Videoendstufe in Farbfernsehemp-

RGB matrix with blanking circuit for direct control of video

output stage in colour television receivers

fangern
Grenzdaten Informationsdaten bei Us = 12V, Uy = 24V
max. ratings characteristics gt Ga=25°C U=U=Us=69V, Uyj=16V
Us = 15 \ Is < 150 mA
U1, U3, Uw = 9 \Y UFSW = 7.6 “ae 8,8 Vv
U13 = 3.5 \' AUFSW < 160 mV
|5, Ig, lw = 35 mA 11. |3, '15 < 6 [lA
|12 = 15 mA Ah, |3, |15 <3 (LA
|2, I7, |11 = —2 ... +2 mA VU (Y) = 2,3 s 3,1 bei AU-|3 = 0,5 Vv
lis = —3 ... +3mA AFrcs <5 /o at Uz = 21V, 4U; = 44Uy = 0,3V
Ptoc = 1,06 w ms < 10 /o Us =13V, U, =69 V
Rihja = 70 K/W Us = 82V 4U;(1) = =25V
Ja = —10...55°C AU5(2) = =1V
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Integrierte Schaltkreise integrated circuits

TV-ZF-Verstdarker
TV i. f. amplifier

A 240D Geregelter TV-ZF-Verstarker mit Demodulator und Regulated TV i. f. amplifier with detector and video post-ampli-
Video-Nachverstdrker fiir Schwarz-WeiB- und Farb- fier for monochrome and colour television receivers
fernsehempfdnger

Informationsdaten bei

BRI — ! 9a=25°C, Us =12V, Rs =130 2

max. ratings characteristics at

Us = 15 Vv Iu K 25 mA bei U" = 55V Uiimin = 1,9...2,3\/ bei ui = 20 mV, U“ =55V

|” = 50 mA U” T< 6,4 Vv at U‘” = 40 mA |5 > 3 mA‘) at

U5 = 15 Vv U” '5 4,8 \ ui =0 U1 = 2,6...4,2 Vss ui = 20 mV, U” =55 Vv

'11/; = 5 mA U12 K‘ 7 Vv ui =0 uj2 > 2,0 Vv ui = 20 mV, U11 =55V

|12/3 = 5 mA Ulmln < 350 uV U = 2,6V UDF(“) > 30 mV - BT _

Up == =1 :i.43 V AVze > 50 dB f =65MHz — = 3048

-U, = 15 i 5 v Bvideo > 7 MHz U" = 55V UDF(12) 5 30 mV BT

Pror = 700 mW f = 6,5MHz, T = 30dB

Pa = —10 ... +55°C

1) 10dB nach Tunerregeleinsatz

1) 10dB following tuner regulation

Horizontalkombination

Horizontal combination

A 250 D Horizontalkombination fiir die Impulsabtrennung und Horizontal combination for pulse clipping and line synchroni-
Zeilensynchronisation in transistorisierten Fernseh- zation in transistorized television receivers
empfdngern

Grenzdaten Informationsdaten bei . o .

max. ratings characteristics at #a=25°C, Us =24V, Rs =390 0, f = 15625 1 5Hz

Is = 50 mA U, > 8 \' bei Us = 1,0Vss

Is = 2 mA Uprese < 550 mV at L = 20 mA

—Uys = 6 Y fa = 14062..,17188 Hz Ci31 = 10 nF, Rygy = 10,5k

I, = 22 mA t > 150 us Us = 1,0Vss

lio =05 ...5 mA -+ 4t > 400 Hz Us = 1,0Vss

—Uijp =5 Vv —Af > 400 Hz Us = 1,0Vss

Ig = 2 s 1D mA A250D:t, = 23 w530 us

Uﬂ = 0 s U3 Vv

Da = =10 ... }+55°C
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integrierte Schaltkreise-

Integrated circuiis

Videokombination
Video combination

A270 D Video- und Leuchtdichtesignalverstdrker mit Strahl- Video and luminous density amplifier with beam current limit-
strombegrenzung und gleichspannungsgesteuerter ing and d. c. voltage regulated brigthness control and contrast
Kontrast- und Helligkeitseinstellung fir Schwarz- control for monochrome and colour television receivers.
WeiB- und Farbfernsehempfdnger. The connexion of a raudom impedance delay line is possible.
Der AnschluB einer Verzdgerungsleitung beliebiger
Impedanz ist moéglich.
Grenzdo‘ten Informatit.)n.sdaten bei Us = 12V, e = 25°C, U, = 3,9V
max. ratings characteristics at
Us = 155 Vv Usg, Uy = -2 ... +4V Is < 36 mA bei Uj, = 1,2V
U, = 155 Vv Uy Uy = =5... 46V U4, 6sac < 120 mV at |5 = 02mA, | = 0,8 mA
U4,5 = 13,2 V U15 =5 V U15 < 0,5 V U]Z == 1,2\/
I6'5 = 5 \ —lo = 20 mA U15 > 3,0 Vv U]Z = 4,2\/
Iy = 10 mA  usas = 2 Vv AU < 20 mV U, =2 V3
I = 2 mA  uBaAs = 2 Vv Vo =20 ...28 U, = 33V
Pion = 20 mW ")Peoc = 700 mW 1) Aupge < 160 mV Ug =21V, U, =33V3
1911 = —-10 ... +55°C AU](Uy) > 20 dB U7(|) = 1,2 V, U7(2) = 3,3 V3)
Bvldeo > 6 MHz U7 = 3,3 V, us = 0.5 VSS-
4V, = —3dB
Bvideo > 7 MH:z U7 = 3,3 V, usz = 0,5 Vss.
4V, = —3dB
1) da = 25°C ) 8. = 25°C
?) AU; = Sprung von 2,8 auf 36V 2) Auz = jump from 2,8 to 3,6V
3) AU; = Sprung von 3,2 auf 4,0V 3) Auz = jump from 3,2 to 40V
Secam-Dekoder
Secam-decoder
A 295D Secam-Dekoder fiir Farbfernsehempfdanger, beste- Secam decoder for colour television receivers, consisting by
hend aus Verstarkern fir das direkte und das ver- amplifiers for the direct and for the delay signal, cross-switch-
zdgerte Signal, Kreuzschalter, regelbaren Begren- ing, controlled limiters for both difference signals, colour gate
zern fir beide Differenzsignale, Farbauf- und aus- and blanking circuit, and colour killer.
tastschaltung und Farbabschalter.
Grenzdaten Informationsdaten bei Us =12V, #a =25°C, Uj3 = Uy =3V, =U;p =2V

max. ratings

characteristics

Us = 2,7V, R = 1,5k, CL = 15pF

Us = 15 Vv Iso < 60 mA  bei ug =0
U1, UM = —4 ... +4 Vv U15 > 3 Y at R15,|‘| = 10 k@
Lh; e = —4 ...44V Uss < 03 v Risis = 10 k2, U, = 3VQ
Ujq, Uyg = —4 ...+4V —Uio, Upa < 1,7 Vv Ug = 95 mVeff
Uw, U12 = —4 ,.. +6 Vv 1) U1, Ug, U]g, U14 < 1,1 Y Ug = 95 mVeft
Us 4 \Y Uy, Ugg 1.2 o, 1,9 Vss U3 = Ug = 95 mVe#t, Ug = 2,2V
us, Ug = 1,5 Vss Ug, U4 1 dB Auz = AU5 = (95... 190) mVeff
lg = 3 mA AUO (Ug) < 5 /o uz = Ug = 95 mVeft
I =25 mA Us = 09; 1,2; 1,5V
F(og =1 w? ZUg (Um) r< 7 /o Uz = Ug = 95 mV eff, Ug =09; 1,5 Vv
Ry, 11 Rw, 1 =6 k2 Dafo < —15 dB Uz,g = 95 mVe#t
Pa = =10 ... +55 °C D6'9: D3,16 > 33 dB U3,6 = 2,5 mVeff
Dgi16: D > M dB Uzg = 2,5 mVeft
Nt < 15us
2) 9o = 25°C

42



integrierte Schaltkreise

integrated circuits

il’*{izjf"f_‘{f__gi__ )

3
' Helln -
. _ gkeit Schwarzwert |
3| | Vigeoverstarkel \wiemmscrattg.| tostschaltung | | P
keyed black

R 4

o
video amp//f/en_l brghtness

} Clamping Circurt]  |level circuit |
i |
! ]
|
7\ [Hontrasiregelschalturd (1
;_*—' Strahlstrombegrernzurig £ndstufe F
2 | |contrast control, ‘ output stage I 76
| |pam curreat Limiting i l
L . U .o S _J A 270 D  Blockschaltung
8 £ 05 26 ATOFTS5 block diagram
Spannungsversorgurng -
voltage supply
|
Begrenzer -
i 13473 verstarker
{ T timiter
lifier
I R203 S
H R202”
| W Begrenzer -
¥ 720 | Umschatter [~ D19 20000
7' switch SN iimiter
B amplifier
|
|
|
|
; farbkanal~ . 738
Fapeop schalter __r
flipllop colour charr- R387| [Tk
nel switch
—_‘E—i—i‘_‘—.—m—i'—l—‘t——j—— ~ A 295D Blockschaltung
w273 2 1" g 5 bl s
435,135 ock diagram
223- ) 7520125
/s R [\
st H, ! —
- 55103 N
- U ) S P’
2520725 l_,:g; T 400 A2AR
6 15 1w 713 712 17 109
MO oans o
O
o B e e R ) A270 D
723 # 56 78 A 295D




integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Operationsverstdrker
Operational amplifiers

A 109 D Operationsverstdrker mit hoher Verstérkung, Operational amplifier with high gain, low offset values,
B 109 D kleinen OffsetgroBen, groBem Eingangs- high input resistance, and high output amplitude
widerstand und groBer Ausgangsamplitude for general purpose applications

fir universellen Einsatz

Grenzdaten Informationsdaten bei .
max. ratings characteristics at s = 8500 Mk e =llea= 0N & = 1008
Us+ = +18 \Y A109: Uo < 75 mV A 109: SVR > 70 dB
Us— = —18 Vv B109: Uo <5 mV B 109: SVR > 15000
Pior = 30017) mW A109: ho < 0,5 pA Uo > 25000 bei RL = 2 k2
Ui = —-10 ... +10V B109: o < 02 pA Uo > 8 Vv at R =10 k&
Up = -5 ... +5 V A 109: | < 1,5 uA A109: CMR < 200 uV/V
A109: 4« =0 ... +70°C B 109: I < 0,5 pA B 109: CMR < 150 uV/V
B109: 4« = —-25... 485°C A 109: Re > 50 k@ A109: V, > 10 v [Re =2 k&
tk =25 s B 109: Re > 150kQ B109: Vo >12 V | Uo = £10V
A 109: Pv << 200 mW +U > 65 dB
B 109: P < 165 mW AU Vv . - -
Y < m B 109: 10 < 25“—- 49 = 'ﬁamux o= '19nmln
A9 K
) bei/at #a = 25°C
Spannungskomparatoren
Voltage comparators
A 110 D Differential-Spannungskomparator Low-impedance output differential voltage comparator,
B 110D mit niederohmigem, mit allen Logikformen compatible to all logic families,
kompatiblem Ausgang fiir universelle Anwendung for general purpose applications
Grenzdaten Informationsdaten bei B e G PR _ Re — 0
max. ratings characteristics at w B2 IS0, Uy = 12, =Ue= = 0¥, Rs =100
Us+ = 414 \' A110: Uo < 7,5 mV Uon > 25V  beiUp = 10 mV, lon =—-5mA
Us— = —7 Vv B110: Uo <5 mV A110: Uot <0 V at Up = 10 mV, loo = 1,6mA
Peor = 300 mW A110: lo < 15 pA B110: Uot < 6 V Up = 10 mV, lo. =2 mA
U =-=7..."}+7V B110: lo <5 uA CMR > 70 dB AU = 10 V
Up = —5 ...+}F5 V A 110: | < 100 A A 110: V, > 750 AUo = 2 V
lo = 10 mA B 110: h < 25 pA B 110: V. > 1000 AUo =2 V
A110: 4« =10 ...}70°C Ro = 15002 torn = 38 ns | AUip = 100 mV, i = 5mV
B 110: 9« = —25...-85°C Is+ <9 mA tovr = 50 ns |Re =2 k@
Is— <7 mA AUio uV -
B 110—— < 20 —— 2119 = 19uma bas ’l(}amin
a5~ K )
Mischschaltung
Mixer circuit
B 222 D Integrierter Doppelgegentaktmischer Integrated double push-pull modulator
fur industrielle Anwendungen for industrial applications
Grenzdaten Informationsdaten bei . Ur = 200mV, fr = 200 kHz,
max. ratings characteristics ot P =28 C, U =20 mV, fi =50 kHz
Us =6 .18V Iso < 20mA bei Us = 18V, Ui=0
Ua. U14 = 5 \' ar > 10 dB at US = 15\/
Un Uy =228 v Vm > 24dB U = 15V
Us/14 =35 Vv
U7/9 = 5§ Vv
Peot = 360 mW 1)
Pa = -25 ... +85°C
) da = 25°C
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Integrierte Schalticreise

integrated circuits
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integrierte Schaltkreise | Integrated circuits

Initiatorschaltkreis
Initiator circuit

A 301 D Initiatorschaltkreis fir induktive Initiatoren und Initiator circuit for inductive initiators and for general purpose
allgemeine Anwendung applications
Grenzdo?en Informcti?n.sdoten bei 8o — 25°C, Us = 4,75V
max. ratings characteristics at
Us = 475 v 27 'V Is < 18,5mA bei Us = 27 'V
Uoh =0 .27V Uo. < 035V at lou = 16 mA
loL < 50 mA UoL < 115V oL = 50 mA
—li3 <1 mA lon < 20 pA Uow = 27V, R;=5200
Pa = =25 . +70°C U13 = 29 Vv —'13 =1 mA
Ci3 < 47 nF
fmax = 20 kHZ C12 = 1,5 nF. R3/5 = 2,7 '(.Q
Transistorarray
Transistor array
B340 D Integriertes Transistorarray aus Integrated transistor array with 4 single
B 341 D 4 Einzeltransistoren fir industrielle Anwendungen transistors for industrial applications
Grenzdaten ) Informationsdaten bei 9 R
max. ratings characteristics at a=25°C, Uce =5V
Ucso = 20 \Y hye(T1) = 56 ... 5602) bei Ic =1 mA
Ucea = 15 v h21e > 30 a Il = 10 gA
Ueso = 5 Y AUse <5 mV le =100 gA
Ucio = 30 \Y hotEX e
Is -5 mA Torer =038 ... 1,25 c =1 mA
fe =10 A fr = 210 MH:z lc =1 mA f=100MHz
P(oc = 400 mW 1) B 341: e
Da = —25 ... }85°C —_— -
F = = A, f= 1kHz =2k
9 — 4125 oc <6 dB Ic 200 A, f = 1kHz, Re k
1) da = 25°C 2) selektiert nach h21e-Gruppen
selected to h21e groups
Schwellspannungsschaltkreis
Threshold-voltage-circuit
A 302 D Schwellspannungsschaltskreis fir die VerschluB- Threshold-voltage-circuit for controlling the time of exposure
zeitensteuerung in =zlektronischen Kameras und at electronic cameras and for similar applications of
dhnliche Anwendungen der industriellen Elektronik professional electronics
Grenzdaten Informationsdaten  bei Rechteckimpulse square-wave pulses 10 gs,
max. ratings characteristics at to/T = 0,2, R1,4 = 120 2
Us=U;= 23 ... 63V I < 5mA U, = gV
I < 1TmA da = 0,57 vue 0,6 U, = 0 cue Y
Iy < 60 mA ae = 0,5 4+ 0,535
L1,4 < 2H 1, < 25nA
U, < =63V Ugar < 03V Iy = 40 mA
Pa = —10 ... +55°C |4 < 100#A U'[ = U2=U4=6V
tv = 1us
tvo = 0,7 us
te = tf = 50 ns
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integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Optoelektronik

Opto-elektronics

Schnelle implantierte Si-Fotodioden
Implanted high speed Si-photodiodes

Typ Grenzdaten bei . . Informationsdaten bei re
max. ratings at 9o = 25°C electrical characteristics at o = 25°C
Peot Ur Ir IR 1) Ir 2) Ciot bei/at  Sen bei/at  Asmax te A
Ur Yl
mW Vv mA nA A pF v uA/uW nm nm ns mm?
SP 101 10 25 1 < 500 >15 < 40 20 0,30 500 820 2,6 3,6
0,60 820
0,45 900
SP 102 30 25 1 <20 >1,25 <10 20 0,30 500 820 2,4 0,25
0,60 820
0,45 900
SP 103 10 25 3 <100 > 50 <100 20 0,30 500 820 3 1,2
0,60 820
0,45 900
1) bei E=0 N atE=0
2) bei E = 1000 Ix und einer Farbtemperatur 2) at E= 1000 Ix and a calour temperature
der Strahlungsquelle von 2850 K of the emission source of 2850 K
Si-Fototransistoren
Silicon phototransistors
T Kenndate bei
w ennaa .n. ) #a = 25°C
characteristics at
Peot Uce lc bei/at E lc bei/at E Asmax tr tr bei/at
Uce Uce lc
mW \ nA Vv Ix mA \" Ix nm us us mA
SP 201 >0,25
SP201 A 12 «is 33
SP201B 50 32 <100 15 0 2,7 . 8,7 5 1000 780 5 5 0,25
SP201 C 4,7 . 84
SP 201D >7
SP 211 >0,25
SP211A 0,4 . 08
SP211B 50 50 <100 25 0 0,63 ... 1,25 5 1000 850 10 10 0,8
SP211C 1,0 sex 2,0
SP211 D 16 .. 32
Optoelektronische Koppler
Opto-electronic couplers
Typ Grenzdaten bei Empfanger Koppelelement
i da = 25°C . y
max. ratings at receiver coupling element
Ur Ir Peot Uce Ur Up Ubertra- transmission tes e
(V) (mA) (mW) V) V) (kV) gungsfaktor factor (us)
MB 101 2 50 50 Fototransistor 15 5 49/ 50
MB 104 6 40 200 Fototransistor 32 4 2,0
MB 110 3 100 50 Fotodiode 50 2 2% 0,7
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Jptoelektronik Opto-clecironics
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Optoelekironik Oplo-elekironics

Infrarot-Emitterdiaden
Infravred-emitting diodes

Typ Grenzdaten bei Informatiansdaten bei

max. ratings at Yo = 25°C electrical characteristics at thy = 2570
Piot Ur Ir lFRM Ur bei p A2 e bei & tr bei
at at at
Ir Ir leR

mW Vv mA mA Vv mA nm nm uW/sr  mA ns ns mA
VQ 110 > 200 50
VQ 110 B 75 2 50 100 <15 50 940 75 > 800 50 <1000 <1000 100
vQ110C > 1800 50

Pe
W
VQ 120 J > 400 50
vVQ 120 B 150 2 100 <15 50 940 60 > 700 50 <2000 <2000 7100
vQ 120 C > 17000 50
Lichtemitterdioden
Light-emitting diodes
Typ Grenzdaten Kenndaten bei
: i #a = 25°C

max. ratings characteristics at

Ur Ir Ue bei Ir Amax Iv Farbe colour

\" mA \" at mA nm med
VQA 12 5 30 <18 20 630 ... 690 T rot red
VQA 137) 5 50 <18 20 630 ... 690 0,4 rot red:
VQA 13-12) 5 50 <18 20 630 ... 690 T4 rott red!
VQA13 AY) 5 50 <18 20 630 ... 690 &7 rot red
VQA 13-1A2) 5 50 <18 20 630 ... 690 0,7 rot red
VQA13 B") 5 50 <18 20 630 ... 690 1,3 rot: red
VQA 13-1A?2) 5 50 <18 20 630 ... 690 1,3 rot red
VQA 15 5 40 <18 20 630 ... 690 0,4 rot red
VQA15A 5 40 <18 20 630 ... 690 0,4 rat red
VQA15B 5 40 <18 20 630 ... 690 0,6 rot red'
VQA15C 5 40 <18 20 630 ... 690 0,9 rot red
VQA 23 5 50 < 3,0 20 585 ... 8570 0,6 griin green
VQA 23 A 5 50 < 3,0 20 555, was H70 0,6 grin green
VQA 23 B 5 50 < 3,0 20 555 ... 570 1,3 grin green
VQA 23 C 5 50 < 3,0 20 555 ... 570 2,5 griin green
VQA 33 5 50 <25 20 580 ... 600 0,6 gelb yellow
VQA 33 A 5 50 2.5 20 580 ... 600 0,6 gelb yellow
VQA 33B 5 50 <25 20 580 ... 600 1.3 gelb yellow
VQA33C 5 50 < 2,5 20 580 ... 600 2,5 gelb yellow
VQA 33D 5 50 <25 20 580 ... 600 4,0 gelb yellow
) Farblose Verkappung 1) colouress encapsulation
2) Roteingefdrbte Verpackung 2) red-inked encapsulation
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Optoelektronik ’ Opto-elekironics

Lichtemitteranzeigen

Light-emitting displays

Typ Grenzdaten Kenndaten bei
z e fa = 25°C
mux. Tatings ctharacteristics ot
Peoe I¢1) Irrm?) URrT)?2) Ur bei Amax Iv bei Anzeige- h
= at at art
Ie le display
mW mA mA V Vv mA nm ucd mA typ ‘mm
VQB 37 80 5 50 <3 <1,97 7 630 ... 690 25 7 7 Segment 3
VQ@B 71 410 15 T00 <4 <3,6%) 10 630 ... 690 150 10 7 Segment 7
VQB 73 220 15 100 <4 <3,6%) 10 630 ... 690 150 10 +,1,— 7
1) je Segment und je Dezimalpunkt ) each segment and each decimal point
2) bei #a = 25...70°C 2 at $a =25 ... 703C
3) je Segment 3) euch segment
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Optoelektronik

Opto-elektronics

Lichtemitteranzeigeeinheiten
Light-emitting display

VQAD 30 Lichtemitteranzeigeeinheiten mit Zeitmultiplex- Light-emitting displays with time-sharing control consisting of
VQD 32 ansteuerung, bestehend aus 9 bzw. 12 rotleuchten- 9 or 12 red-emitting monolythic GaAsP - chips for electronic
VQAD 32-2 den monolythischen GaAsP-Chips fiir elektronische pocket calculators.

Taschenrechner.
Kenndaten bei

characteristics at

Ba = 25°C, lrrm = 7 mA, tp = 50 us, T = 1:14

Typ lv lerM Ue") Ir1) bei  Ur
pcd mA Vv uA at \"
VQD 30 A >13
V@D 30B >18 Mittelwert aller Segmente
V@D 30C >25 einer Anzeigeeinheit =19 =100 3
VQD 30D >32 average value of all segments
VAD 30 E >/ of a display unit
VQD 32 13 7 1,9 < 100 3
vabD 32-2 28 20 1.8 <100 3
%) je Segment und je Dezimalpunkt
1) each segment and each decimal point
x5 =40 65
]
=
“ N
1
N
N l(\‘ /
W 7 5 0 : 707 ’
90 S
L ] L] ~ ¥
thar 22 Al K;Lﬁzjffz C H3|D| Ay K5 R E HA7HI Ko Kg F Gl 7
otbar :
verzinnt o 786 76x25 =40 $09
solderable 55 ' Qo707
tinned vaD 30
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Opto-elecironics

63

Y

11x5=55

Stelle der
Kennzeichnung

Type designation

S
i
5 Ko Kz Kg Ko Kio Kp Gio
[ H A E D G B F Kp
ol #,H_o_s
10.25 | _20x2.5=50 _ ]
W .68
P 63 -
11x5=55 e
5 . .
‘ BROR0E aegnanmgﬂea \
8 ] 1 p ED

68

tmax. [ |
_ =
L bl b

verzinnt
soldedrable A
tinne S

H o [e

C
EI [IH
o VQD 32

Stelle der

Kennzeichnung
Type designation

/ 6.1

verzinnt

solderable

A A
tinned —s
o

o [?

e,
D vap

53



Transistoren Transistors

Si-npn-NF-Transistoren
n-p-n AF Si-transistors

Typ Grenzdoten  bei e elektr. Kenndaten bei v
max. ratings at #a =25°C . electrical characteristics at #a = 25°C
Pior  Ucso Ucto Ueso lc h21e7) bei e fr8) F bei |Ic f Rg lcso bei
at at at
Uce Uce Ucs
mW Vv Vv Y mA Vv mA MHz dB Vv mA kHz k2  uA Vv
SC 236 200 30 20 5 100 56 ...560 6 2 170" <01 30
SC 237 200 50 45 6 100 56 ...560 6 2 1707 <8 6 0,2 1 2 <0,1 50
SC 238 200 30 20 5 100 56 ...1120 6 2 1707) <8 6 0,2 1 2 <0,1 30
SC 239 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 1707) <4 6 0,2 0,03...15 2 <0,1 30
SC 239s 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 1707) <4*%) 6 0,2 0,03...15 2 <0,1 30
*) Zusatzliche Garantie eines Rauschiaktors im Frequenzbereich *) Guaranteed noise factor at frequency '
von 15...50Hz  Ua = 0,135 uV range 15...50Hz Un = 0,135 uV
(Rauschspannung am Eingang des Transistors) (noise voltage at the transistor input)
Si-npn-HF-Transistoren
n-p-n RF Si-transistors
Typ Grenzdaten bei elektr. Kenndaten bei
max. ratings at 9a = 25°C electrical characteristics at == 25°L
Pior Ucso Uceo Ueso lc h21¢7) bei lc fr Ucgsae bei Is F bei f lceo Dbei
at at at at
Uce le Ic Ucs
kHz
mW V Vv \Y mA \ mA  MHz V mA mA dB mA MHz* uA \
SF 126 600 33 20 7 500 18...560 2 50 >608) <05 150 15 45 02 1 <01 33
SF 127 600 66 30 7 500 18...560 2 50 >60¢ <05 150 15 45 02 1 <0,1 66
SF 128 600 100 60 7 500 18...560 2 50 >60%) <05 150 15 4,5 02 1 <011 100
SF 129 600 120 80 7 500 18...280 2 50 >60° <0,5 150 15 <0,06 100
SF 136 300 20 12 5 200 18...560 1 10  ¢p> (oge< 10 1 48 5 36° <01 20
SF 137 300 40 20 5 200 18...560 1 10 ¢o> (oos< 10 1 48 5 36 <01 40
SF 225 200 40 25 4 25 >40 10 1 5002) <5 1 200 <05 40
I SF 235 200 40 25 4 25 >28 10 A 4002) <4 1 100* <0,5 40
SF 240 160 40 30 4 25 30...150 10 4 4307%) 3 4 36* <05 40
SF 245 200 40 25 4 25 >38 10 7 780%) 3 2 200* <05 40
) Rse = 1k2 7y selektiert nach Stromverstérkungsgruppen
2) Uce=10V, lc =1 mA, f= 100 MHz selected by current-gain groups
3) Uce =10V, lc =4 mA, f=100MHz h1z2e kei/at f = 1 kHz
) Uce= 10V, lc =7 mA, f= 100 MHz 8) typischer Wert
%) Uce =10V, lc =10mA, f= 100 MHz
6) Uce =10V, lc=10mA, f=15 MHz
Si-npn-HF-Transistoren fiir Videoendstufen
n-p-n RF Si-transistors for video output stages
Typ Grenzdaten bei elektr. Kenndaten bei
max. ratings at e = BC electrical characteristics at 9o = 25°C
Pior  Ucso Uceo Uanb le Rehje ha1e bei/at Ic fr Ucesar bei/atls Cxpe lcso  bei/at
Ucer Uce lc Uce
w \' Vv \Y mA K/w Vv mA MHz V mA mA pF nA \
SF 357 6" 160 160 5 100 10 >25 10 30 >60 <1 30 6 4,5 <50 100
SF 358 6" 250 250 5 100 10 >25 10 30 >60 <1 30 6 4,5 <50 200
SF 359 6) 300 300 5 100 10 >25 10 30 >60 <1 30 6 45 <50 250

) dc=90°C
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i ransistoren Transisiors
Si-npn-Schaltiransistoren
n-p-n Si-switching transistors
Typ Grenzdaten bei o B elektr. Kenndaten bei _ .
max. ratings at P = B350 electrical characteristics at Vo = 5%
Ptot Ueso Uceo Ucso lc hoE bei lc Uceksae bei s ton toft bei lceo bei
at at at at
. Uce le ic Ucs
mW \" Vv ) mA ) mA V mA  mA  ns ns mA wA \Y
SS 106 300 25 15 5 200 18...560 1 10 <0,5 10 1 <40 <75 10 <0,05 15
SS 108 300 40 15 5 200 18...560 1 10 <0,5 10 1 <40 <75 10 <0,05 20
SS 109 300 20 15 5 200 18...280 0,7 100 <0,5 100 10 <40 <75 10 <0,05 15
SS 216 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <045 30 3 22 280 10 <0,1 20
SS 218 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 <35 £L60 10 <0,1 20
SS 219 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 <35 <30 10 <01 20
SSY 20 700 60 40 5 600 8 ...71 1.3 500 <1 500 50 <50 <100 500 <02 50
25 25 EBC
i T A ’ -
o & Fey
—y VS, \ o
il (50 I8 = o o =
3t ! Il N
v EBC £8¢C
~ t )
g/ 2 E’—Z>’ @] . Uy ] (o))
<> | © AN L AN
06 [ T 3 06 . 4 “
B |
B~ [ l )
e~ A3 A
g e - | "y _ L ©
o
A
)
[ v R .
i 0% d045
s F l g045 [ 1
EBC BEC F00A507
SC236...5C239 SF 225 SF 126...SF 129 SF 136, SF 137 SSY 20
SF 235, SF 240, SF 245 SS106...SS 109
SS 216...SS 219 F
£3
75 2’54—- Z
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1 IR
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v a
= 72
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Transistoren Transistors
Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigeréhren
n-p-n Si-special transistors for driving numerical display tubes
Typ Grenzdaten bei o elektr. Kenndaten bei . .
max. ratings at da = 25°C electrical characteristics at Y = 2570
Pior  Ucso Ucev  bei Ueso lc hote bei Ic UcEsae bei ls lcev bei
at at at at
-Use Uce le Ucs
mW V \" Vv Vv mA v mA Y mA ©A uA \
SS 200 150 70 70 1 5 30 >32 3 10 <0,6 1 31 <1 70
SS 201 150 100 100 1 5 30 >32 3 10 <0,6 1 31 <1 100
SS 202 150 120 120 1 5 30 >32 3 10 <0,6 1 31 <1 120
Si-npn-Leistungstransistor
n-p-n Si-power transistor
Typ Grenzdaten bei 9 — ) oc elektr. Kenndaten bei oc
max. ratings at 1= el .. 120 electrical characteristics at s =28
Pior  Uceo Ic lam hye bei/at  Ic  Ucesar Usesar bei/at  lceo  bei/at
Uce lc I8 Uce
W \" A A Vv AV Vv A A mA V
SD 168 12,51 300 3 2,5 >6 5 02 <3 <1,5 1 02 <3 300
1) 9c¢ =95°C
Si-npn-Leistungsschalttransistoren
n-p-n Si-switching power transistors
Typ Grenzdaten bei 9 — . oc elektr. Kenndaten bei B =S T
max. ratings at I =40 g 11 electrical characteristics at s =
Piotr  Ucerm  Uceo  lcav Ism  Renje  hye bei/at lc  fr Ucesat  Usesar bei/at  tr lces  bei/at
Uce lc I8 Uces
W \" Vv A A K/W Vv A MHz V \ A A us mA V
SU 161 107  15002) 350 2,5 25 25 2 5 2 549 5 1,5 2 1 3 1500
SU 165 107 9002) 2.5 25 25 >5 5 0,5 3 1:5 1 02 13 3 900
1) #c =90°C N lc=2A lg=1A ts= 10us
2) le = 3mA, Ree = 1002, t, = 20 us, t,/T = 0,25 4 Uce =5V, lc=01A f=5MHz
0% 90
ma
42
016 . o s 11 =~
I 3
- Q
1l = =
[
S 8]
© GRRRE
v FO0A7A7 | _max23_|
0%
— gt SD 168
EBC $5200 ... SS5202 SU 161, SU 165
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Transistoren Transistors
Si-MOS-Feldeffekttransistoren (n-Kanal-Verarmungstyp)
Si-MOS field-effect transistors (n-channel deleption-type)
Typ Grenzdaten bei : Informationsdaten bei
max. ratings at #a = 25°C electrical characteristics at da = 25°C
Proc Ups bei Uacs Ubc Ip Ip Yo bei -Ur bei Re
mW Vv at Vv \ mA mA mS at " at
-Ucs Upbs Io
v v uA 1O
SM 103 150 20 12 —15/-+45 32 15 3 .12 >1,3 8 <12 10 >1
SM 104 150 20 10 —15/45 30 15 1,5...65 >1,0 8 <8 10 >1
Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)
Si-MOS field-effect transistors (p-channel enhancement-type)
Typ Grenzdaten  bei eo Informationsdaten bei p—
max. ratings at %a = 25°C electrical characteristics at a=25°C
Pior  Ubps Uas Ubc Uss -lIp -lIp Y2 bei -Ur bei Cges Ros
mW  Ups Ubc lorm * at at
-Upbs -Ip
Vv Vv Vv Vv mA  mA mS \ Vv pA pF 2
SMY 50 225 -31/+40,3 —-31/-40,3 +31 —-15/+40,3 25 10 2 10 8 s 6 10 <12 150
SMY 51 1) 240 -31/4+0,3 —-31/-40,3 +31 0 20 12 2 10 3...6 10 <12 150
SMY 52 300 -31/-4+0,3 —31/-+0,3 +31 -15/40,3 60 50 12,5 10 3 e 10 <38 35
120 *
SMY 603) 240 —25/4+0,3 —25/403 425 —15/403 20 >28 10 <10
U105D?) 400 —-31/+40,3 —-31/40,3 +31 0 25 >3 2 b, J - 10 <12 150
) Doppeltransistor ") dual transistor
?2) 6-fach-Transistor (MOS-Schaltkreis) ?2) six-transistor MOS circuit
3) Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden, 3). dual transsitor without gate protecting diodes with
getrennter SubstratanschluB isolated bulk connexion
max 7.0 , Max45 . max1d5 5o __ maxi95
ko B
B =
(2 Y 1 i :
i q Tt |
41 U3 : |
o | 5o ] L e
1M MMM
1
|
— 1
SMY 50
SMY 52
L
0 ——ee———— e Iy
0 g{ = — <, 4
\_JL e /)
|L23 42
117 B 767 SM 103
25 SM 104
S I e+
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Transistoren Transistors
Ge-pnp-HF-Transistoren
p-n-p HF Ge-transistors
lyp Grernzdcf.en bei 8, — 25°C eiekifr: Kenndaten o bei 8. = 25°C

max. ratings at electrical characteristics at
Pior  -Ucso -Uceo -Ueso -Ic hz1e bei -lc fr F Gpb bei -lc f -lceo  bei
at at at
<Uce -Uce -Ucs
mW vV \Y v mA v mA MHz dB dB v mA  MHz uA \Y
GF 145 60 20 19 0,3 10 >10 12 1.5 6007 <9 >9 12 1.5 800 <8 20
GF-147 60 20 15 0,3 10 >10 0 2 6502) <6 >11,5 10 2 800 <8 20
) —Uce =12V, —lc = 1,5mA, f = 100 MHz
2) —Uce =10V, —lc = 2mA, f = 100 MHz
Ge-pnp-Leistungstransistoren
p-n-p Ge-power transistors
Typ Grenzdut.en bei 8. — 25°C elektr.. Kenndaten o bei 8. — 25°C
max. ratings at electrical characteristics at
Pior -Ucso -Ucer bei  -Ueso -lc  haie bei e fr -Ucesae bei -ls ton toff -lces  bei
at at at at
Rse -Uce -le -Uce
w \Y v Q v A v A  kHz \' A A us us mA V
GD 160 531! 20 18 50 10 3 18...90 2 1,5 >1802) <0,6 3 05 <1,5 20
GD170 5,31) 33 30 50 10 3 18...90 2 1,5 >1802) <0,6 3 05 <1 33
GD175 5,31') 50 48 50 10 3 18...90 2 1,5 >1802) <0,6 3 0,5 <1 48
GD 180" 531 66 60 50 10 3 18...90 2 1,5 >1802) <0,6 3 0,5 <1 60
GD240 10') 30 23 50 10 3 18...140 2 2 >2503) <0,6 3 05 <2,5 30
GD 241 i0t) 40 35 50 20 3 18...140 2 2 2503 <06 3 05 <30 <16 <25 40
GD?242 10') 50 48 50 20 3 18...140 2 2 >2503) <0,6 3 05 <40 <22 <25 59
GD 243 10') 65 60 50 20 3 18...90 2 2 >2503) <0,6 3 05 <44 <24 <25 65
‘GD244 10') 75 70 50 20 3 18...90 2 2 >2503) <0,6 3 05 <32 <34 <25 75
N de = 25°C
) —Uce =6V, —lc=03A
3) —Uce =6V, =lc=0,1A
16
~ A
~
!
- &
J o
M,,f,;;' o o) ©
°y o r
l/)
f
. |
|
Y P%
k
o s T
2 Sy
j:}'\r
i
\ : .‘5}
s L0 o7 o7
GF 145 '
GF 147 GD 160 .., GD 180 GD 240 .,, GD 244
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Dioden Diodes
Si-Kapazitatsdioden
Si-capacitance variation diodes
Typ Kenndaten  bei - .

characteristics at Gs = 8% .
Piot Ur c {a bei/at Ls IR bei/at Ce
. Ur Ur
mW \Y pF GHz Y nH kA \" pF
SAZ 12 300 18 .. >10 6 3,5 <10 18 0,4 -
SAZ 13 300 18 1%s:5 >20 6 3,5 <10 18 0,4
Si-Varaktordioden
Si-varactor diodes
Typ Kenndcte‘n ‘ bei 5. "o sl
characteristics at
Pin Urem I U (BR) bei/at «c fa bei/at Ls ts bei/at Cec Rehje
Ir Ur Ur
w v mA v uA pF GHz v nH ns \" pF K/W
SAZ 54 6 90 10 >90 100 4,0...8,0 >20 6 <2 >12 6 0,6 <10
SAZ 61 15 60 10 >60 10 05...1,0 >100 6 <15 >3 6 0,45 <100
SAZ 71 1 30 >30 10 0,3...0,5 >150 6 <1,5 0,45 <200
— P4 R YT T‘MF' e |
o A \
* T~ HKatode ;E}g N
~ i S =
3 ~
4 885 | < — SWN ‘
#55 y < @6 max s
| 3y 3 ;
E ()
067 | HS 67 | S 1——11 SN |
Y8 Keramik -
55 085 = ceramic |« @4 3] f.j
] max i
~ . M . » N
! * mit \ AN L b
farh ; 5 | Adapter- & Q. s Katade ¥
arbpunkt (Katode kappe 824 3
ax
ohne Adapterkappe with — "1 Zhaw 4 ~—{ 2 36
withoul adapter cap  adapler cap Z72F7107

SAZ 12, SAZ 13

SAZ 54

SAZ 61, SAZ 71
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Dioden ’ Dicdes

Si-Schaltdioden
Si-switching diodes

Typ Grenzdaten bei &, 5 I T Informationsdaten bei o N
max. ratings at % electrical characteristics at « = 25°C
Peot Ur Urm e lrrM lrsm lo Ur bei Ir bei Ctor ter
UrmM * lem * at at
13 Ur
mW v Vv mA mA mA mA \ mA A \" pF ns
SAY 12 430 50 75 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 50 <4 1) <43
SAY 16 430 30 35 300 60J 2000 200 <1 200 <0,1 30 <4 1) <4 2
&5 35
SAY 17 300 50 60 175 350 2000 115 <1 100 <0,1 50 <31 <2 %
’ <5 60 . ’
SAY 18 300 25 35 115 225 2000 75 <1 30 <0,07 25 <4 1) <23
<5 33
SAY 20 300 15 20 75 150 2000 50 <1 10 <0,05 15 <41 '_<4 7
<5 20
SAY 30 150%) 25 30* 30 60* 150 <0,81 3 <0,04 25 <83 <65 %)
>0,5 0,1
SAY 32 150%) 25 30* 50 100* 250 <1 15 <0,04 25 <8 3) <65 %)
SAY 40 150%) 15 20* 20 40* 100 <0,84 3 <0,06 15 <8 3) <10 3
>0,5 0,1
"SAY 42 1504) 15 20* 30. 60* 150 <1 10 < 0,06 18 <8 3) <10 3
SAY 73 430 50 75 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 50 <4 1) <472
SA 403 100%) 25 30* 30 60* 150 <0,81 3 <0,04 25 <83 <65 ?)
>0,5 0,1
SA 418 100%) 80%) 100%) <12 100 <0,5 80 <8 3) <10002)
N Ur=0V, f =1MHz, Unr = 50mV 2) at switching from I[f = 10mA to Ur = 6V
: measured at iR = 1mA, RL = 50 2
2 i = =
) beim Schclter? von I 10 mA auf Ur 6V 3) Ur=0V, f=0,5MHz
gemessen bei IR = 1 mA, RL = 50 Q2
4) $a=25°C
Si-Mehrfachdioden
Si-diode arrays
Typ Grenzdaten bei N Informationsdaten bei
max. ratings at s = 25°C electrical characteristics at da = 25°C
bei/at bei/at
Prot Ur Urm Ie Iem U Ie Ir Ur Chot tee I
mW Y \Y mA mA Vv mA nA \" pF ns mm
SAL 41 150 15 20 4,2
SAL 43 200 15 20 <7 3 <60 15 <6 1) <10 ?) 10,7
SAL 45 300 15 20 ' 15,1
SAM 42 150 9
SAM 43 200 <0,84 3 11,5
% 15 20 20 40 <60 15 <8 1) <10 ?)
SAM 44 250 >0,5 ‘0,1 e 14
SAM 45 300 16,5
SAM. 62 150 9
SAM 63 200 <0,84 3 11,5
13 20 20 40 <60 15 <8 1) <10 2)
SAM 64 250 0,5 0,1 14
SAM 65 300 16,5
) Ur=0V, f=500kHz 2) beim Schalten von Ir = 10 mA auf Ur =6V

gemessen bei iR = 1 mA, RL = 50 L
at switching from [ = 10 mA to Ur =6V
measured at iR = 1 mA, RL = 50 2
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Bicden

Diodes

Si-Schalterdioden
Si-diode switches

Typ Grenzdaten bei g s TR Informationsdaten bei .
max. ratings at ~ * 23 electrical characteristics at fa=25°C
Peot Ur Ir Ur bei Ir bei IF bei f cj bei
at at at at
Ir Ur Ie Ur
mW v mA v mA nA \Y 2 mA MHz pF \"
SA 412 120 20 100 <1,2 100 <100 20 <1 10 30...300 <31 10
— 11906 forb [lgos ¥
e i HIM arbring
vgi‘ l:l Katode:
ik SAY 12 orange 5
SAY 16 griin M
42, 1 SAY 17 rot llzortbzmkt
1 | SAY 18 gelb atodes
[ 1 : SA 403 rot
1 o : SAY 20 schwarz ) SA 412 gelb
| | ] SA 418 grin
o1y .
] A ~ : ) 5
] [ % ¥ 4 e :
H B I* colour ring colour point
] fE EZAL N cathode: ® cathode:
Vol o* | SAY 12 orange > gﬁ 3?; "eﬂ
] SAY 16 green oz, yellow
: \ SAY 17 red SA 418 green
1o L SAY 18 yellow -
J | *\\ﬁ SAY 20 black 1
H y ™

o 04 A
28]

SAY 30...SAY 42 SAY 16L2...20L2 SAY 16B...20B SA 403, SA 412
SAY 12L2, SAY 73L2 SAY 12 B SA 418
Farbkennzeichnung
auf Stirnflache
wie Bauform B
SAY 73 L2 weil
Colour coding on
farce as B design
SAY 73 L 2 white

SAL 43,45

OOOEOO

giser

OOOO®O®E

! 6 T
. ! 03 108
Hoz |  SAM62..65
)
s 0% SAL 41 SAL 43, SAL 45, Istbar
. J_Zﬂ__ SAM 42 .., 45 solderable
25 SAM 62 ... 65

OOOOLOO®

-
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Dioden Diodes

Si-Z-Dioden
Si-Z diodes
Typ Kenndcte‘n. bei By = BERC
characteristics at
Peot Iz Uz rz TKuz Ur bei Ur bei
bei at Iz =5 mA at at
I Ir
mW mA % Q2 10 4/K \Y mA \Y uA
SZX 18/1 0,65...0,85 <8 —26 ...—23
SZX 18/5,6 50 .:.63 <65 +3 ...+5 >1
SZX 18/6,8 60 ...75 <10 —1 ,..17 >2
SZX 18/8,2 73 ...92 <8 4D T >35
SZX 18/10 250 88 ...11,0 <17 45 ,..48 <11 50 .5
SZX 18/12 10,7...13,4 <30 46 ...49 >7
SZX 18/15 13,0...16,5 <40 +7....49 >10
SZX 18/18 16,0...20,0 <55 -48 ,..495 >10
SZX 18/22 19,6...24,4 <90 48 ...410 >12
SZX 19/5.1 48 ,..54 <75 -5 ,,,13 >1
SZX 19/5,6 52 ...6,0 <60 —3 ,.,,-5 >1
SZX 19/6,2 58 ...6,6 <35 —2 ,,.46 >1
SZX 19/6,8 250 64 ...72 - <8 —1 .. }7 <11 50 >2 1
SZX 19/7,5 70 ...7.9 <7 42 .. 47 >2
SZX 19/8,2 77 +u 87 <7 +3 .47 >35
SZX 19/9,1 85 ...96 <10 44 ,,.+8 >3,5
SZX 19/10 94 ...10,6 <15 +5 ,:.485 >5
SZX 19/11 10,4...11,6 <20 +55,.,.49 >5
SZX 19/12 11,4...128 <20 6 ... .9 >7
SZX 19/13 12,5...14,0 <30 47 ...+9 >7
S7ZX 19/15 13,8...155 <35 +7 ...495 >10
SZX 19/16 250 15,3...17,0 <40 8 ,.,4+95 < 50 >10 1
SZX 19/18 16,8...19,0 <50 48 ,..495 >10
SZX 19/20 18,8...21,0 <80 +8 ...+10 >10
SZX 19/22 20,8...23,0 <80 +8 ,.,.+10 >12
SZX 19/24 22,8...256 <80 +8 ...4+10 >12
SZX 21/1 200 0,73...0,83 <8 —18 ,,.—22
SZX 21/5,1 43 48 ,..54 <60 —5 ,..+3
SZX 21/5,6 40 52 ,..6,0 <40 —2 ,,.-}5 >1
SZX 21/6,2 250 37 58 ...66 <10 —1 ,.,+6 >1
SZX 21/6,8 400 1) 34 64 ,..7.2 <8 Il PN L <10 50 >2 1
SZX 21/7,5 31 70 ...7.9 <7 42 ... 47 >2
SZX 21/8,2 o7 77 ...87 <7 +3 .7 >3,5
SZX 21/9,1 25 85 ...96 <10 44 ,..-}8 >35
SZX 21/10 23 9,4 ...10,6 <15 +5 ,,,+8 >5
SZX 21/11 21 10,4...11,6 <20 45 ...+8 >5
SZX 21/12 19 11,4...12,8 <20 46 ,..19 >7
SZX 21/13 17 12,6...14,0 <25 +65.,.,+9 >7
SZX 21/15 250 16 13,8...155 <30 47 9 >10
SZX 21/16 400 1) 14 15,3..,17,0 <80 7. .,.49 <10 50 10 1
SZX 21/18 12,5 16,8...19,0 <55 +7 ...+9 >10
SZX 21/20° 11,5 18,8...21,0 <55 +7 .. +9 >10
SZX 21/22 10,5 20,8,..23,0 <55 S7 .. 49 >12
SZX 21/24 9 22,8..,.256 <80 +7,5...49,5 >12
1) 9¢ = 25°C
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Dioden Dicdes

Si-Leistungs-Z-Dioden
Si-power-Z-diodes

T Kenndat bei
yp enndaten  bei By mn 259C
characteristics at
P:ot Iz 1z 2) I Uz rzd bei/at TKuz Rehje
Rthjn*
Iz
w mA mA mA \Y 0 mA 10-4/K
SZ 600/0,75 1) 1000 3000 0,65 ..: 085 15 100 —
SZ 600/5,1 185 1450 4,8 .. 54 5 100 -1
SZ 600/5,6 165 1330 52 .. 6,0 2 100 +2
SZ 600/6,2 150 1210 5.8 uwu 66 2 100 =43
SZ 600/6,8 139 1100 64 ...72 2 100 =43
SZ 600/7,5 126 1010 70 ...79 2 100 -+4
SZ 600/8,2 113 910 77 .. 88 2 100 +5
SZ 600/9,1 1 104 830 100 85 «.» 9,6 4 50 -+-6 <8
SZ 600/10 872) 94 750 94 ... 106 4 50 ) —+6 = 100™
SZ 600/11 86 690 104 ... 11,6 7 50 I
SZ 600/12 78 630 1.4 e 12,7 7 50 —+7
SZ 600/13 71 570 12,4 v 14,1 11 50 -+7
SZ 600/15 63 500 13,8 ... 157 1 50 +7
SZ 600/16 58 470 152 ... 171 15 25 7
SZ 600/18 52 420 16,8 ... 19,1 15 25 "7
SZ 600/20 47 380 18,8 ... 21,2 15 25 -8
SZ 600/22 43 350 20,8 ... 233 15 25 -+8
) in FluBrichting gepolte Diode 2) mit Kihlblech 200200, 3mm?
.. forward-biased diode ~ with heat sink 200,200, 3mm?3
Si-Referenzelemente
Si-reference diodes
Typ Kenndaten  bei .
characteristics at Ja = 25°C
Prot Uz rz Iz TKuz AUz bei/at Alz bei/at
da 49
mW " 2 A 10-5/K mV %€ uA K
SZY 20 <10 <6,6 <32
SzZY 21 100 84 + 04 <25 5 <5 <33 0:::75 <16 1
SZY 22 <2 13,2 <6,4
SZY 23 - <1 <6,6 <32
° <250 75
» {:‘v,’br:r P
Solderabie \\U"\\ \g i - Fcrbpunkt
wfEm - N Katode
_ . l‘r © 11808
| R Farbring 42 N 25 y SZY 20 schwarz - i £
* | Katode: ' SZY 21 gelb
. L1 SZX 18 schwarz i ¥ 85 SZY 22 blau 3
sk x| SZX 19 rot . 06 - SZY 23 rot =
(Hatode] g Il 1 | 0 p:03
N ) & I RS gl “o1
b J & y y|¥ L
£2 max i i 1 ooy
2 max] : colour ring colour point gl @
lotbar ¥ galthgre cathode: " E
‘o . uln
solderable™~_| ._‘% SZX 18 black - L S 7Y 20 black g8 ‘
U~ 0 ,
b SZX 19 red SZY 21 yellow o .:J M4
#06 max " Halode i SZY 22 blue B Ot
SZY 23 red J
2187115 &2 A
SZX 18, SZX 19 SZX 21 SZY 20 ... 23 SZ 600
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Dioden

Diodes

Si-Gleichrichterdioden
Si-rectifier diodes

Typ elektrische Kenndaten
electrical characteristics

UrwM URRM UrsmM Ie(av)3)  Ir(avj)®) lr(rMs) lrrmM Ur IR7) Rehje
Rthiu‘

v Y] Y A A A A v mA K/W

SY 170/1 100 <8

SY 170/2 200 <6

SY 171/1 100 17 25 39 100 <1 <8 <1,2*

SY 171/2 200 <6

SY 180/1 70 100 100

SY 180/2 140 200 200

SY 180/4 280 400 400

SY 180/6 420 600 600 g . <1,1*

SY 180/8 560 800 800 i 2 - 2%0 <13 <5 <5,92)

SY 180/10 700 1000 1000

SY 180/12 840 1200 1200

SY 180/14 ] 980 1400 1400

SY 200 75 100 110

SY 201 100 130 150

SY 202 200 260 300

SY 203 300 390 450

SY 204 400 520 600

Sy 205 500 650 750 1,05 1,8 3,1 10 <1,2 <0,15 <95

SY 206 600 780 900

SY 207 700 910 1050

SY 208 800 1040 1200

SY 210 1000 1300 1500

SY 320/0,75 75 100 110

SY 320/1 100 130 150

SY 320/2 200 260 300

SY 320/3 300 390 450

SY 320/4 400 520 600 1,03) <100?)

SY 320/5 500 650 750 0,9 4 2 3,1 10 <1,2 0,15

SY 320/6 600 780 900

SY 320/7 700 910 1050

SY 320/8 800 1040 1200

SY 320/10 1000 1300 1500

SY 360/0,5 35 . 50 50

SY 360/1 70 100 100

SY 360/2 140 200 200

SY 360/3 210 300 300

SY 360/4 280 400 400 0.94)

SY 360/5 350 500 500 '

SY 360/6 420 600 600

SY 360/7 490 700 700

SY 360/8 560 800 800 8 1,2 0,15 135

SY 360/9 630 900 900

SY 360/10 700 1000 1000

SY 360/11 770 1100 1100

SY 360/12 840 1200 1200

SY 360/13 910 1300 1300 0,75 %)

SY 360/14 980 1400 1400

SY 360/15 1050 1500 1500

SY 360/16 1120 1600 1600

1) bei R-Last

2) mit Kihlkérper K 10

3) volle Lénge

4) AnschluBdréhte auf 10 mm gekiirzt
5) fa=145°C

G) ’8c = 100°C

7) bei 120°C

with resistive load
with heat sink K 10
with all length

wires shorted to 10 mm

#a = 45°C
#c = 100°C
at 120°C
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Dicden Dicdes
Schnelle Si-Gleichrichterdioden
Fast recovery Si-diodes
Typ elektrische Kenndaten
electric characteristics
URrrM U(sr) Ir(av) Ir(rRMs) Usm IRRM ’ Rthja
\ Vv A A Vv mA us K/W
SY 335/05 K 50 100 1.4
SY 335/1 K 100 200 1,4 3 <12 <0,5 <0,5 )
SY 335/2K 200 400 1,4 =100
SY 335/4 K 400 600 1,2
SY 335/05 L 50 100 1,4
SY 335/1L 100 200 1.4
SY 335/2 L 200 400 1.4 3 <1,2 <0,5 <1 3
SY 335/4L 400 600 1,2 =60
SY 335/6 L 600 800 1,1
SY 335/8 L 800 1000 1,0
SY 330/1 100 200 0,46
SY 330/2 200 400 0,43
SY 330/4 400 600 0,37
SY 330/6 600 800 0,32
SY 330/8 800 1000 0,29 =24 =03 =05 <60
SY 330710 1000 1200 0,27
SY 330/12 1200 1400 0,24
SY 330/15 1500 1700 0,21
SY 330/18 1800 2000 0,17
SY 330/20 2000 2200 0,16
SY 185/1 100
SY 185/2 200
SY 185/4 400 25 39 =15 =7 037 6
SY 185/6 600 0,62)
) Gruppe K 1) group K
?) Gruppe L 2) group L
Katode ‘bei SY 170/1
SY 170/2
Anode bei SY 171/1
SY 17172
3.
BE ) Ye0F707
2 05 dick\ !
‘:;4 Farbring
; = o olour ting
| ol a i (Katode)S
} i S I 1 4
972:8 | | Y70rr07 = 1 y
g7 ' 37 min 0
SY 170 - 78 max o "
SY 171 e
SY 320, SY 330, SY 335
554 63 o -
= =1 & o |
) Sy Bl |
14*1 o GroBtmaBS2 <t ——_.j—"—' § e SRS TT"’—— i
e o
i
o N | O I e SY 360
@ (|1 \ i ! ‘

Kathodenanschluf
SY 180
SY 185
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Dioden, Thyristoren

Diodes, Thyristors

Si-Avelanche-Dioden
Si-avelanche diodes

Typ Kenndaten
characteristics
Urwm UrrM U(sr) Ir(av) ) 1r(av)?) Ir(RMS)  IrRM Prsm Ir Rthije
\Y v Y A A A A kW mA K/W
SY 180/6A 420 600 800
SY 180/8A 560 800 :>1100
SY 180/10A 700 1000 >1400 16 30 47 250 10 <5 <1,1
SY 180/12A 840 1200 >1600 ’
SY 180/14A 980 1400 >1800
) $a = 45°C 2) 9. = 100°C
Si-Thyristoren
Si-thyristors
Typ Kenndaten bei .
characteristics  at G =25°C
UrrmM Ir(av) IT(MRs) lTrRM Ucr leT In Ur tge tq Renje
UbrmM
\ A A A \ mA mA \ us us K/W
ST 103/1 100
ST 103/2 200
ST 103/3 300 3 4,5 15 %3 <20 <20 <1,8%) <10 <100 <6
ST 103/4 400
ST 103/5 500
ST 103/6 600
) I+ =10A
)
ik
4 =
o re 10 .
1 3.2 -
o LA
2 cooling
gt r tab
I
W el 9 T
O | S a_||
Y i é s o
Y |
*_‘ J k= 1
-s I._ o #06 375,
- : = s
Y v =
- -
8
TO3F107
SY 180/A ST 103
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Freifiéichengleichrichler Free-area rectifiers

Silizium-Gleichrichter in Freifldchenbauart (TGL 29 270)

Silicon rectifier in free-area construction

Schaltung Kenndaten bei Kihlplattenzahl lattengroBe Einbaulange Bolzenzehl Bolzendurchmesser
circuit characteristics at number of disks size length mounting stud number stud diameter
#a = —40...4+45°C cooling disks .
Uan lon n A | ns ds
\Y A St mm? mm St mm
M 25 1 100 x 220 48 2 8
50 2 61
100 4 101
150 6 141
B 30 25 2 100:<220 60 2 8
60 50 4 99
90 100 8 184
120 150 12 265
OB 35 3 100220 82 2 8
70 6 1547 1452)
140 12 2797 2612)
200 18 4117) 3842)
B 30 10 2 5858 77 1 8
60
i 90
/J(" 120
1) offene Ausfiihrung / open form 2) geschlossene Ausfiihrung / enclosed form

Plattensortiment fiir Selengleichrichter in Freiflachenbauart (TGL 12 221)
Disk assortment for selenium rectifiers in free-area construction

PlattengréBe Elektrische Kenndaten max. Plattenzahl  Abstand Bolzenzahl Bolzendurchmesser
disks size electrical characteristics max. disks number distance stud number stud diameter
Uan lan?) lan?) len?) Nmax dp ns ds
W-Reihe3)  X-Reihe Y-Reihe
W-series?)  X-series Y-series
\ A A A St mm St mm
16,6 16,6 0,2 0,13 0,08 32 2,5 1 4
20X 25 0,5 —_ — 28 5.5 1 4
20x 25 — C,3 0,18 28 3.4 1 4
2533 —_ 0.5 - 28 5.8 1 5
2533 _ — 0,3 28 3,4 1 5
(Q 33333 T4 0,851 0,51 24 5:8 1 5

3350 1,6 1,0 0,8 24 55 1 5
50 x 50 - 1,6 1,3 40 5,5 1 8

| 50 62 3.0 2,5 1) e 36 7 1 8

: 50 62 - = 1,67 36 55 1 8
5083 20 - 3,0 2,5 36 7 1 8
503<100 25 5,0 4,27) — 30 12 1 8
50100 307 - — 3,01 30 7 1 8
71100 7.0 5.0 4,2 30 12 1 8
100X 100 9.0 7,07 50 30 12 1 8
100 100 10 - - 24 15 1 8
100 <200 18 151) 10 24 15 2 8
100:x 300 27 20 1) 15 24 T8 3 8
100 300 30 - - 24 18 3 8
100 400 36 27 1) 20 %) 24 15 4 8
100500 45 36 1) 27 1) 24 15 5 8

3 200300 - = 30 24 18 6 8
1) Lieferung nach Vereinbarung 1 available on agreement
2) E-Schaltung; fiir M- und B-Schaltung X 2, 2) one way circuit; at 2-way configenrations X2,

fiir DB-Schaltung X 3

at 3-phase bridge circuit X 3
3) in Vorbereitung 3)

under developement
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenkleinstgleichrichter (TGL 24 927)
Selenium subminiature rectifiers

Typ Kenndaten bei Gehduse-
characteristics at G ==l vy PATL abmessungen
case size
Uan len
\% mA mm
E 20 C 60 20 60 4,5%11X12,5
E 25 C 60 25 60 4,5%11%12,5
E 50 C 80 50 80 7,513 12,5
E 50 C 200 50 200 9,5(20%<21,5
E 60 C70 60 70 7,5X13X12,5
E 75 C70 75 70 7.5X13X12,5
E 80 C 125 80 125 9,5X20%21,5
E 100 C 40 100 40 9 X11X12,5
E 125 C 40 125 40 9 X11X125
M 20 C 120 20 120 4,5%X11X12,5
M 25 C 120 25 120 4,5X11X12,5
M 60 C 140 60 140 7,5X13X12,5
M 75 C 140 75 140 7,5%13X12,5
M 80 C 80 80 80 9 X11X125
M 100 C 80 100 80 9 X11X125
V 10 C 60 10 60 4,5%11x12,5
V 125C 60 12,5 60 4,5%1112,5
V 30 C 70 30 70 7,513 12,5
V 37 C70 37 70 7,5% 13X 12,5
V 40 C 40 40 40 9 X11X125
V 50 C 40 50 40 9 X11X12,5
B 20 C25 20 25 7 X7 X8
B 20 C 400 20 400 9,55(20%21,5
B 25 C25 25 25 7 X7 X8
B 25 C 400 25 400 9,5%20%21,5
B 20 .C 200 20 200 7,5%13X12,5
B 25 C 200 25 200 7,5X13%12,5
B 40 C 80 40 80 9 X11X12,5
B 40 C 250 40 250 9,520%21,5
B 50 C 80 50 80 9 X11X125
B 50 C 250 50 250 . 9,5%20%21,5
%) 5 & 5
7 7 5 E 50 C&0 3l 1
- X B E 60 C70 w E 100 C 40
! 1 f E 75 C70 0| E 125 C 40
| E 20 C 60 |l V 30 C70 e\l M 80 C 80
i E 25 C60 f—} N vV 37 C70 M 100 C 80
o M 20 C 120 s M 60 C 140 Y V 40 C 40
N M25 C 120 N M 75 C 140 N V 50 C 40
o V 10 C60 B 20 C 200 —— B 40 C 80
71 V 125 C 60 3PP 75] B 25 €200 i, 91 B5 C80
2.5 o
- =
)
[S] 10 ° .
° 0
UL ly—l—;lj— E 50 C 200
U Tt f E 80 C 125
M 7 : |2 : B 20 C 400
*istbar l "‘_;‘Nl B 25 C 400
a o solderable B 20 C 25 ! ‘_“‘ B 40 C 250
= B 25 C25 20 B 50 C 250
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Selengleichrichter Selenivm rectifiers

Selenblockgleichrichter im Metallgehduse (TGL 24 926)
Selenium rectifier blocks in metal casing

Typ Kenndaten bei . Gehduse- S =33
characteristics at o = —40..:+40°C abmessungen %
case size ‘
32(37)
Uan lon
" mA mm
B 250 C 90 250 ~ 90 101532
Selenblockgleichrichter im Plastgehause (TGL 26 154)
Selenium rectifier blocks in plastic casing
Typ Kenndaten bei . Gehduse-
characteristics at da = —40 .., +40°C abmessungen
case size
Uan leN
\' mA mm
E 500 C 15 500 15 10210223 5
oy bx5=20
E 625 C15 625 15 10310323 RO 7
M 500 C 30 500 30 101023
M 625 C 30 625 30 103¢10x23 | ;
V 250 C 15 250 15 103210323 .
V 300 C 15 300 15 1010723 ¥
B 250 C 30 250 30 1041023 R
B 300 C 30 300 30 10<10<23 -
23 70.%
S63rear
Selenklammergleichrichter (TGL 24 925)
Bracket-shaped selenium rectifiers
Typ Kenndaten bei . Gehause-
characteristics at Fa = ~40 ., +40°C abmessungen
case size
Uan len le)
\' mA mA mm
B 20 C 500/300 20 300 500 61720
B 25 C 500/300 25 300 500 6>.17,220
B 30 C 500/300 30 300 500 617,20
B 20 C 750/500 20 500 750 622029
B 25 C 750/500 25 500 750 6,:20,229
B 30 C 750/500 30 500 750 6320<29
B 20 C 1000/650 20 650 1000 633429
B 25 C 1000/650 25 650 1000 63329
B 30 C 1000/650 30 650 1000 6,33 x29

) mit Kihlblech 200 cm?, 2 mm Al
with heat sink 200 cm?, 2 mm Al

B 20...30
C 750/500
= 20
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Selengleichrichter

Selenium rectifiers

Selenhochspannungsgleichrichter im Keramikrohr (TGL 24 928/01)

High-voltage rod-type selenium rectifiers

Typ Kenndaten bel = s
characteristies at 29 = —40 4o 40°C
UanN UrsnM lIon TermM I
\ kV mA mA mm
E 2250 C 2,5 2250 9 2,5 200 50
E 3000 C 2 3000 10,7 2 150 60
E 3750 C2 3750 14 150 70
E 4500 C 1,7 4500 175 1.7 100 85
Selenhochspannungsgleichrichter TS (TGL 24 929)
Selenium high-voltage rectifiers TS
Typ Kenndaten bei = :
characteristics at Ui =5 =l 0ne (O0G
Ur UrrM UrsM len lFRM I
kV kV kv mA mA mm
TS 6.5 6,5 7.8 9.5 50
1S 9 9 10,8 13 0,3 0,75 60
TS 1 1 13,2 16 70
TS 13,5 13,5 16,0 18,5 85
Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen
(TGL 24928 /02)
High-voltage rod-type selenium rectifiers in plastics frame
Typ Kenndaten bei ©ehdguse-
characteristics  at abmessungen
e = —40 ... +40°C case size
Uan Urr
Vv Vv mA mm
E 3500 C 15 3500 14600 15 1417 %153
p16_| :i
L
s
’6""*4_}_1}..__
! g 153 ,
Keramik- .2 =
; - = 750
cerarr‘;\?c- { I M\Q.
tube ‘ > __}_ \
RAN
i I S @
= :
TS 6,5 .., TS135
E N ( 5
02 E2250 C2,5 ,,, ﬂ @O“ LS EL ~G‘@‘@}}®@ -
solderable
] ' E 4500 C1,7 S&1F07

E 3500 C 15
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Selengleichrichter

Selenium rectifiers

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr (TGL 200—8302)
Rod-type selenium rectifiers in HP tube

Typ Kenndaten bei =
’ characteristics at #a = —40.., +40°C
Uan fen
V' mA
E125 C3 12,5 3
E25 C3 25 3
E375 C3 37,5 3
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 1500 C 3 1500 3
E 125 C5 12,5 5
E 25 Cs 25 5
E 375 €5 37,5 5
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 1500 C 5 1500 5
E 125 C10 12,5 10
E25 C10 25 10
E 37,5 €10 37,5 10
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 500 C10 500 10

Selenschaltdioden
Selenium switching diodes

Typ Kenndaten Gehduse-
characteristics abmessungen
case size
« Ur Urp Ie 1c") Wp bei/at f
\" Y mA mA mWs Hz mm?2)
D06 A 60 250 75 50 6 5 11,6X10,5x5,9

) bei Gruppenmontage von mehr als 4 Dioden
at group mounting of more than 4 diodes

el
n<6:1=10
n>6:1=04n-+76
n = Anzahl der Platten
sctrro7 n = number of disks
pO8=s0 n = Uan:125V
solderable E 12,5 C3 o
E 500 C10

Weitere Varianten der AnschluBfahnen-
gestaltung auf Anfroge beim Hersteller
méglich.

Other terminal configurations are
avaliable

%39

SG61£ 707

D06 A

VAl



Selengleichrichter ' Selenium rectifiers

Selenstabilisatoren (TGL 24931)

Selenium stabilizers

Typ Kenn- Kenndaten bei Gehduse-
e Pa = —40... -, abmessungen

zeichnung characteristics  at coise, size
— Ur le R
fication v mA mm  mm

05 St 1 S1 05...06

1,0 St 1 S2 1,0 ... 1.2 05 ... 20 5,0 7X7X8

1,5 St 1 S3 1,5 0 1,8

2,0 St 1 S4 2,0 ... 24

2,5 St 1 S5 2,5 e 3,0

30 St 1 Sé6 3,0 «as 36 5

’ . 0,5 10 2 75 7X7X8

35 St 1 57 3,5 yun 4,2 * 58 i

4,0 St 1 S8 40 ... 48

0,5 St 10 151 05 ... 06

1,0 St 10 152 10 ... 12

1,5 St 10 183 15,18 2000020 L

2,0 St 10 154 20 ... 24

2,5 St 10 1585 2,5 +4v 3.0 0

3‘0 St 10 1 S 6 3‘0 i 3,6 21, (RN} 20 s 6X11x12,5

3,5 St 10 1587 35 «os 4.2

40 St 10 158 40 .., 48 202 L

Selenamplitudenbegrenzer {TGL 200—8139)

Selenium amplitude limiter

Typ KG 70

Pegel der Eingangsspannung

bezogen auf 0,775V

input voltage pegel

related for 0,775V Np: —2 1 (1] +1 42 +3

Einfligungsddmpfung

bei 800 Hz

insertion attenuation

at 800 Hz Np: <0,05 <0,05 S013 >0;5 >111 >1l7

! ) 3 ' |
| || ol
f k h 1\' ‘&]
o v
b N N
8 7 . SGIF70 563F207
P ” 71 ' a 77
507 ;::db‘;rmbla
" : 0,5 ...305t10 : KG 70
05St1 ... 405t1 a=6, b=25 .
35...405t10 :
a=9, b=35
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